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200541047
四、聲明事項：

□主張專利法第二十二條第二項□第一款或□第二款規定之事實，其 

事實發生日期為：年 月曰。

Μ申請前已向下列國家（地區）申請專利：

【格式請依：受理國家（地區）、申請日、申請案號 順序註記】

0 有主張專利法第二十七條第一項國際優先權 ：

1. 日本 2004.01.29 特願 2004-020968

2. 日本 2004.02.12 特願 2004-035622

3. 日本 2004.02.17 特願 2004-039371

' □無主張專利法第二十七條第一項國際優先權 ：

□ 主張專利法第二十九條第一項國內優先權：

【格式請依：申請日、申請案號順序註記】

□ 主張專利法第三十條生物材料：

□須寄存生物材料者：

國內生物材料【格式請依：寄存機構、日期、號碼 順序註記】

國外生物材料 【格式請依：寄存國家、機構、日期、號碼 順序註記】

□ 不須寄存生物材料者：

所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存°
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200541047

九'■發明說明：

［發明所屬之技術領域】

本發明係有關電晶體陣列及其製造方法，以及使用其等 

之圖像處理裝置，特別是有關具備多晶矽薄膜電晶體和非晶 

矽 薄膜電 晶體而 構成之 電晶體 陣列的 元件構造及其 製造方 

法，以及適用該電晶體陣列之圖像處理裝置。

【先前技術】

近年來，隨著需要個人認證的電子結帳或信用貸款

• （ credit）等之服務的提供、及安全（security）意識的提高 

等因素，使得利用以指紋爲首的人類固有的生物資料來適用 

特定個人之個人認證技術（biometric technology ）之硏究開 

發係熱烈地被進行著。

另一方面，近年來，以個人電腦及電視等之映像機器的 

監視器、顯示器而言係多採用液晶顯示裝置（LCD ）及電漿 

顯示裝置等等，再者，適用在次世代之顯示裝置的有機電致 

發光元件（以下，略記爲「有機EL元件」）及發光二極

• 體等之自發光元件的顯示器之朝向真正的實用化、普及化的 

硏究開發係廣汎地被進行著。

上述那樣的個人認證技術（指紋認證技術）所適用的圖 

像處理裝置及液晶顯示裝置及有機EL顯示器等之圖像顯示 

裝置係具有具備著例如形成在玻璃基板等之絕緣性基板 

上，且由二維配列之顯示畫素或光感元件等之讀取畫素所構 

成之畫素陣列、及用以使該畫素陣列驅動之驅動電路的構 

成。
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在此，例如於圖像顯示裝置中，再者爲圖謀低成本化及 

小型化等，係在形成有顯示畫素之基板上一體形成驅動電 

路，驅動電路一體型之圖像顯示裝置的開發係盛行而漸被實 

用化。在此種驅動電路一體型之液晶顯示裝置中，使用多晶 

矽薄膜電晶體來形成驅動電路，且將顯示畫素中之驅動元件 

以非晶矽薄膜電晶體來形成之構成係一般所知。在此場合， 

經由在驅動電路中使用多晶矽薄膜電晶體係可獲得比較良  

好的動作特性，同時藉由在顯示畫素之驅動元件使用非晶矽

• 薄膜電晶體係可獲得動作特性穩定之驅動元件。

然而，在上述那樣的圖像處理裝置及圖像顯示裝置中係 

具有以下所示那樣的課題。亦即，在將上述驅動電路利用多 

晶矽薄膜電晶體形成，將顯示畫素等之畫素陣列的驅動元件 

利用非晶矽薄膜電晶體來形成的構成中，多晶矽薄膜電晶體 

及非晶矽薄膜電晶體係一起形成在共通的基板上。在此場 

合，多晶矽薄膜電晶體爲將形成在基板上的非晶矽膜以例如 

雷射照射以進行結晶化而形成多晶矽層，再利用此多晶矽層

• 所形成者，所以在基板上形成非晶矽薄膜電晶體和多晶矽薄 

膜電晶體之場合，在基板上形成非晶矽膜之後，僅將用以形 

成多晶 矽薄膜 電晶體 的驅動 電路形 成區域 選擇性 地結晶 

化，再部分地形成多晶矽層之工程係成爲必要。爲此，在例 

如利用雷射照射來執行非晶矽膜的結晶化之場合，將雷射照 

射位置高精度地控制，且以細的雷射射束掃描而將非晶矽膜 

選擇性結晶化係成爲必要。因此，製造裝置之高精度化係爲 

必要，而具有所謂在結晶化工程上需要比較長的時間、招致
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製造成本上昇的問題。

又，非晶 矽膜之結晶化係經由將非晶矽膜加 熱處理約

600°C左右而進行著，所以難以明確地分離結晶化的區域和 

未結晶化的區域，因此也具有所謂的難以把由非晶矽薄膜電 

晶體所成的畫素陣列和由多晶矽薄膜電晶體所成的驅動電 

路充分地接近配置基板上之問題。

【發明內容】

本發明爲具備多晶矽薄膜電晶體與非晶矽薄膜電晶體

• 而構成的電晶體陣列，以及使用有該電晶體陣列的圖像處理

裝置，其係可圖謀小型薄型化，且可削減零件件數及製造程 

序而低成本化，同時具有能提供可靠性高之優越動作特性之 

元件構造，及其製造方法的優點。

爲獲得上述效果之本發明中的第1電晶體陣列係爲，在 

單一之絕緣性的基板上設置有複數個電晶體之電晶體陣列 

中，至少具備形成在前述基板上之使用由多晶矽所成的第I 

半導體層而形成之複數個多晶矽薄膜電晶體、和具有形成在

• 前述基板上之使用由非晶矽所成的第2半導體層而形成之複

數個非晶矽薄膜電晶體構造的機能元件，而前述第2半導體 

層係以前述基板爲基準而形成在較前述第1半導體層還上層 

側。

前述多晶矽薄膜電晶體及前述機能元件係各自具有由

導電體層所成之複數個電極層，且前述機能元件之至少任1

個前述電極層係與前述多晶矽薄膜電晶體之任1個前述電極 

層設置在相同層。
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前述電晶體陣列爲至少具有把前述複數之多晶矽薄膜 

電晶體相互、前述複數個機能元件相互，以及把前述複數個 

多晶矽薄膜電晶體與前述複數個機能元件相互連接之由複 

數個導電體層所成的複數條層間接續配線，該複數條層間接 

續配線係至少ί個共通之導電體層。

前述電晶體陣列係具有在前述基板上之指定區域，把由 

前述機能元件所成之複數個畫素作2維配列之畫素陣列，及 

形成在與前述畫素陣列鄰接的周邊區域，且至少具有前述多 

. 晶矽薄膜電晶體，用以使前述各畫素作動之驅動器電路二前 

述驅動器電路係至少具備對前述畫素輸出生成具有指定信 

號位準的驅動控制信號之輸出電路部，前述輸出電路部至少 

具有被個別地輸入具有第I電壓振幅之第1輸入信號，及成 

爲前述第1輸入信號之反轉信號的第2輸入信號，且生成成 

爲前述第1輸入信號的反轉信號的第3輸入信號之輸入段的 

反向電路(invert circuit)；被個別地輸入依據前述第1輸 

入信號的信號電壓，及前述第3輸入信號，以生成具有較前 

• 述第1電壓振幅還大的第2電壓振幅的輸出信號之輸出段的 

反向電路；以及把前述第1輸入信號及前述輸出信號之電位 

差作爲電壓成分加以保持，並將輸入至前述輸出段的反向電 

路之前述信號電壓予以昇壓的自舉(boot strap)電路部，而至 

少，前述輸入段的反向電路，前述輸出段的反向電路，及前 

述自舉電路部係構成爲僅包含具有單一的通道極性之前述 

非晶矽薄膜電晶體。

前述複數個畫素各自爲具有：具備挾著由前述第2半導 
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體層所構成的通道區域所形成之源極電極及汲極電極，以及 

在前述通道區域之上方及下方隔著各個絕緣膜而形成之第1 

閘極電極及第2閘極電極的雙閘型的薄膜電晶體構造，前述 

驅動器電路係至少，具備對前述第1閘極電極施加用以初始 

化(initialization)前述光感元件的重置脈衝(reset pulse) 

之輸出電路部的第1掃描驅動電路，前述輸出電路部係僅包 

含前述非晶矽薄膜電晶體而構成。前述驅動器電路更具備對 

前述第2閘極電極施加讀出脈衝之第2掃描驅動電路，前述

• 第2掃描驅動電路係僅包含前述多晶矽薄膜電晶體而構成。

爲獲得上述效果之本發明中的第2電晶體陣列係爲，在 

單一之絕緣性的基板上設置有驅動器電路的電晶體陣列 

中，前述驅動器電路係包含有使用由多晶矽所成的第1半導 

體層之多晶矽薄膜電晶體、使用由非晶矽所成的第2半導體 

層之非晶矽薄膜電晶體而構成，前述第2半導體層係以前述 

基板爲基準而設置在較前述第1半導體層還上層側。前述電 

晶體陣列爲在前述基板上更設置有2維配列複數個畫素之畫

• 素陣列，前述驅動器電路係使前述各畫素以期望的驅動狀態 

作動。前述驅動器電路係至少具備對前述畫素輸出生成具有 

指定信號位準的驅動控制信號之輸出電路部，前述輸出電路 

部係具有生成前述驅動控制信號的電路部分，該電路部分係 

僅包含前述非晶矽薄膜電晶體而構成。

爲獲得上述效果之本發明中的第3電晶體陣列係爲，在 

單一之絕緣性的基板上設置有驅動器電路的電晶體陣列 

中，前述驅動器電路係至少僅包含使用由非晶矽所成的半導 
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體層之具有單一的通道極性的非晶矽薄膜電晶體而構成，且 

生成具有指定信號位準的信號之位準移位(level shift)電 

路，前述位準移位電路係至少具有：被個別地輸入具有第1 

電壓振幅的第1輸入信號及成爲前述第1輸入信號的反轉信 

號之第2輸入信號，以生成作爲前述第1輸入信號之反轉信 

號的第3輸入信號之輸入段的反向電路；被個別地輸入依據 

前述第1輸入信號的信號電壓及前述第3輸入信號，以生成 

具有較前述第1電壓振幅還大的第2電壓振幅的輸出信號之

• 輸出段的反向電路；將前述第1輸入信號及前述輸出信號的 

電位差作爲電壓成分而保持，以將輸入至前述輸出段的反向 

電路之前述信號電壓作昇壓之自舉電路部，前述輸入段的反 

向電路係至少具備在第1電源電壓及第2電源電壓間串聯有 

電路，且控制端子被輸入前述第2輸入信號的第1開關元件 

及控制端子被輸入前述第1輸入信號之第2開關元件，將前 

述第1開關元件及前述第2開關元件之連接點的電位作爲前 

述第3輸入信號輸出，前述輸出段的反向電路係至少具備在

• 前述第1電源電壓及前述第2電源電壓間串接著電路，且控 

制端子被輸入有依據前述第1輸入信號的前述信號電壓之第 

3開關元件及控制端子被輸入前述第3輸入信號之第4開關 

元件；而從前述第3開關元件及前述第4開關元件之接續點 

將前述輸出信號作爲前述掃描信號輸出，前述自舉電路部係 

至少具備：設置在前述第3開關元件的控制端子和前述第3 

開關元件及前述第4開關元件之前述接續接點之間，用以保 

持前述電壓成分之電容元件；以及接續在前述第3開關元件 
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的控制端子，用以妨礙前述電容元件所保持之電荷的移動之 

第5開關元件。

爲獲得上述效果之本發明中的圖像處理裝置係爲，在

具備有2維配列著複數個畫素之畫素陣列與驅動前述各畫素 

的驅動器電路之圖像處理裝置中，前述驅動器電路係至少包 

含使用由多晶矽所成的第1半導體層而形成之多晶矽薄膜電 

晶體而構成，前述各畫素係具有使用非晶矽所成的第2半導 

體層所形成之非晶矽薄膜電晶體構造而構成，前述驅動器電

• 路及前述各畫素係一體形成在單一之絕緣性的基板上，前述 

第2半導體層係以前述基板爲基準而設置在較前述第1半導 

體層還上層側。前述多晶矽薄膜電晶體及前述畫素係各自具 

有由導電體層所成的複數個電極層，前述畫素之至少任1個 

前述電極層係與前述多晶矽薄膜電晶體之任1個前述電極層 

設置在相同層。前述圖像處理裝置至少具有把前述複數個多 

晶矽薄膜電晶體與前述複數個畫素相互接續之由複數個導 

電體層而成之複數條層間接續配線而成的配線接續區域，前

• 述複數條層間接續配線係至少具備1個共通之導電體層。前 

述畫素係用以顯示所期望的圖像資訊之顯示畫素，前述驅動 

器電路係至少具備用以輸入把前述畫素陣列所配列之任意 

行的前述畫素設定成選擇狀態的掃描信號之掃描驅動電 

路，該掃描驅動電路至少具備輸出前述掃描信號之位準移位 

電路，前述位準移位電路係僅包含使用前述第2半導體層而 

形成之非晶矽薄膜電晶體而構成。又，前述畫素係具有挾著 

由非晶矽而成的半導體層所構成之通道區域而形成之源極 
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電極及汲極電極，和在前述通道區域之上方及下方隔著各個 

絕緣膜而形成之第1閘極電極及第2閘極電極，以及前述第 

1閘極電極之上方所形成之載置有前述被攝體之檢測面，且 

爲用以讀取前述檢測面所載置的被攝體的圖像之雙閘型的 

光感元件，前述驅動器電路至少具備第1掃描驅動電路’其 

具有對前述第1閘極電極施加將前述光感元件初始化的重置 

脈衝之位準移位電路，前述位準移位電路係僅包含使用有前 

述第2半導體層所形成的非晶矽薄膜電晶體而構成。前述驅

• 動器電路更具備有對前述第2閘極電極施加讀出脈衝之第2 

掃描驅動電路，前述第2掃描驅動電路係僅包含前述多晶矽 

薄膜電晶體而構成。

前述位準移位電路至少具有：被個別地輸入具有第1電 

壓振幅的第1輸入信號，及成爲前述第1輸入信號之反轉信 

號的第2輸入信號，以生成成爲前述第1輸入信號之反轉信 

號的第3輸入信號之輸入段的反向電路；被個別地輸入有依 

據前述第1輸入信號的信號電壓，及前述第3輸入信號’以

• 生成具有較前述第1電壓振幅還大的第2電壓振幅之輸出信 

號的輸出段的反向電路；以及把前述第1輸入信號及前述輸 

出信號之電位差作爲電壓成分作保持，而將輸入至前述輸出 

段的反向電路之前述信號電壓作昇壓之自舉電路部，前述輸 

入段的反向電路，前述輸出段的反向電路，以及前述自舉電 

路部至少僅包含具有單一的通道極性之前述非晶矽薄膜電 

晶體而構成。

爲獲得上述效果之本發明中的電晶體陣列之製造方法
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係爲，在單一之絕緣性的基板上設置有複數個電晶體之電晶 

體陣列的製造方法，其至少包含在前述基板上形成由多晶矽 

所成之第1半導體層的工程、使用前述第1半導體層而形成 

多晶矽薄膜電晶體的工程、在較前述第1半導體層還上層側 

形成由非晶矽所成的第2半導體層之工程、以及使用前述第 

2半導體層而形成具有非晶矽薄膜電晶體構造之機能元件的 

工程。

前述電晶體陣列的製造方法係包含形成至少使用前述

• 多晶矽薄膜電晶體而使前述機能元件作動之驅動器電路的 

工程。

前述電晶體陣列之製造方法爲包含有使用前述第2半導 

體層而形成非晶矽薄膜電晶體的工程，而形成前述驅動器電 

路的工程爲，包含有使用前述多晶矽薄膜電晶體及非晶矽薄 

膜電晶體而形成該驅動器電路的工程。形成前述第1半導體 

層的工程係在第1溫度條件下被實施，且形成前述第2半導 

體層的工程係在最高溫度爲較前述第1溫度條件還低的第2

• 溫度條件下被實施。形成前述多晶矽薄膜電晶體的工程，及 

形成前述機能元件的工程係各自包含形成由導電體層所成 

的複數個電極層之工程，而形成前述複數個電極層之工程 

爲，包含有使前述機能元件之至少任1個電極層，及前述多 

晶矽薄膜電晶體之至少任1個電極層同時地形成之工程。

前述機能元件係使用有前述第2半導體層的非晶矽薄膜 

電晶體，而將前述電極層同時形成的工程係爲，將前述非晶 

矽薄膜電晶體的閘極電極與前述多晶矽薄膜電晶體的閘極

(§)
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電極同時形成。

或者是，前述機能元件係爲，具備有挾著由前述第2半 

導體層所構成之通道區域而形成之源極電極及汲極電極，以 

及在前述第2半導體層之上方及下方隔著各個絕緣膜而形成 

之第1閘極電極及第2閘極電極的雙閘型的薄膜電晶體構 

造，而在將前述電極層同時地形成的工程爲，將前述第2閘 

極電極與前述多晶矽薄膜電晶體之閘極電極同時形成。

【實施方式】

• 以下，茲針對有關本發明之電晶體陣列及其製造方法， 

及圖像處理裝置，依據圖面所示之實施形態作詳細說明。 

〈第1實施形態〉

首先，針對本發明相關之電晶體陣列及其製造方法作說 

明。

（元件構造）

第1圖係顯示本發明相關之電晶體陣列的元件構造之第 

1實施形態的槪略斷面圖。

• 在此，第1圖中，爲使說明簡略化，僅將使用有多晶矽 

半導體層及非晶矽半導體層之場效電晶體（薄膜電晶體）各 

自圖示1至數個，且，將此等相互作接續之配線層及用以與 

裝置外部接續之引出配線等將圖示省略。

本實施形態相關之電晶體陣列的元件構造係如第1圖所 

示，具有例如，在單一之絕緣性的基板 SUB的一面側之指 

定區域，將使用著由非晶矽所成的半導體層（非晶矽半導體 

層；第2半導體層）之η通道型之場效電晶體（非晶矽薄膜
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電晶體；機能元件）FETx、和使用著由低溫多晶矽所成的半

導體層（多晶矽半導體層；第1半導體層）的ρ通道型及η 

通道型之場效電晶體（低溫多晶矽薄膜電晶體）FETp及FETn 

混合存在而一體的形成之構成。

具體言之，P通道型的場效電晶體FETp係如第1圖所

示，例如於形成在基板SUB之一側的表面之氮化矽膜（SiN）

等的絕緣膜31及氧化矽膜（SiO2）等的絕緣膜32 ±具有形 

成由低溫多晶矽所成之ρ型的通道區域的半導體層21p、形

• 成在該半導體層21p的兩端之由p +矽所成的不純物層（歐

姆接觸層）22p、在半導體層21p的上方（圖面上方）隔著 

絕緣膜（閘極絕緣膜）33而被形成之由從例如鎔、鎔合金、 

鋁、鋁合金等所選擇的導電性材料所成之導電體層的閘極電 

極Gp、以及經由疊層在該閘極電極Gp上的絕緣層34及形

成在上述絕緣膜33之接觸孔（contact hole ）而與各不純物

層22p接續之由從例如路、銘合金、鋁、鋁合金等所選擇的 

導電性材料所成之導電體層的電極層（源極電極及汲極電 

極）2 4 ρ °

又，η通道型之場效電晶體FETn係具有例如第1圖所

示之構成：在基板SUB之一面側的表面所形成之上述絕緣

膜31及32 ±形成由低溫多晶矽所構成之η型的通道區域的

半導體層21η ；在該半導體層21η之兩端所形成之由η.矽所 

成的不純物層23η ；在形成於其兩端（外側）之由η +矽所成 

的不純物層（歐姆接觸層）22η ；在半導體層21η的上方隔 

著與上述相同的絕緣膜（閘極絕緣膜）3 3而被形成之由從例 
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如鎔、銘合金、鋁、鋁合金等所選擇的導電性材料所成之導 

電體層的閘極電極Gn；以及經由疊層在該閘極電極Gn ±之 

形成在與上述相同的絕緣層34及絕緣膜33之接觸孔而被接 

續於各不純物層22η之由從例如鎔、銘合金、鋁、鋁合金等 

所選擇之導電性材料所成之導電體層的電極層（源極電極及 

汲極電極）24η。

一方面，場效電晶體FETx如第1圖所示，其構成具有：

例如，形成在用以被覆上述基板SUB之一側疊層形成之上

• 述場效電晶體FETp及設置在FETn之電極層（源極電極、

汲極電極）24ρ、24η般所形成的絕緣膜（氮化矽膜）35上 

之由從例如鎔、給合金、鋁、鋁合金等所選擇之導電性材料 

所成之導電體層的閘極電極Gx；在該閘極電極Gx的上方隔 

著絕緣膜36而形成，且爲由非晶矽所成形成通道區域的半 

導體層（非晶矽半導體層）11；在該半導體層11之上方， 

例如由氮化矽膜所形成的塊絕緣膜（停止膜；stopper film）

14 ；形成在半導體層11上之塊絕緣膜14的兩端之由n +矽

• 所成的不純物層（歐姆接觸層）17、18 ；形成在該不純物層

17、18上之，由從例如路、銘合金、鋁、鋁合金等所選擇的 

導電性材料所成之導電體層的電極層（源極電極12及汲極 

電極13）；以及在包含有該半導體層11及塊絕緣膜14、源 

極電極12、汲極電極13的絕緣膜36上疊層之絕緣層（保護 

絕緣層）3 7 °

亦即，本元件構造中，如第1圖所示，場效電晶體FETx

相對於場效電晶體FETp、FETn，係在相互未共有電極層之 

-16-



200541047

下各自獨立地形成，且，場效電晶體FETx係具有以基板SUB 

爲基準而形成在比場效電晶體FETp、FETn還上層側的構成。

換言之，也就是至少意味著，適用在場效電晶體FETx 

之由非晶矽所成的半導體層（通道區域）1 1之構成係相對於 

以（基板SUB側）爲基準而適用在ρ通道型及η通道型場 

效電晶體FETp、FETn之由低溫多晶矽所成的半導體層（通 

道區域）2 1 ρ、2 1 η設置在更上層側。

（製造方法）

• 其次，針對具有上述那樣元件構造之電晶體陣列的製造 

方法，茲參照圖面作說明。

第2Α〜D圖、第3 A ~ D圖、第4A〜C圖係顯示具有本 

實施形態相關元件構造的電晶體陣列之製造方法的過程斷 

面圖。

此外，在以下的說明中，「第1工程」至「第1 1工程」 

之表示方式係爲了說明的方便而使用的，在其間可以是任意 

的附加工程，又，也可以變更成可置換的其他工程，且非爲

• 與實際製造程序賦予直接關連者。

首先，在第1工程中，如第2A圖所示，在玻璃基板等 

之透明的絕緣性基板SUB之一面側全區域，例如，使用電 

漿CVD法等之成膜法， 依序疊層形成由氮化矽所成的絕緣 

膜（氮化矽膜）31、和由氧化矽所構成的絕緣膜（氧化矽膜） 

3 2、及非晶矽膜21a ο在此，形成非晶矽膜21a （第2半導 

體層）的工程爲，在以大槪300°C左右爲最高溫度的溫度條 

件（第2溫度條件）下被進行。

-17-



200541047

其次，在第2工程中，如第2B圖所示，對非晶矽膜21a 

施行退火（anneal）處理而執行脫氫（dehydrogenation）處 

理，之後，依利用準分子（excimer）雷射等之結晶化處理而將 

脫氫非晶矽膜多晶矽化（多結晶化）以形成多晶矽膜（第1 

半導體層）21b。在此，將非晶矽多晶矽化而形成多晶矽膜 

的工程爲，在以大槪600°C左右爲最高溫度的溫度條件（第 

1溫度條件）下被進行。

其次，在第3工程中，如第2C圖所示，隔著省略了圖

• 示之光刻遮罩（利用微影照相技術以對應指定圖案而形成蝕 

刻之保護遮罩），例如將硼（B）離子等之ρ型不純物離子 

對多晶矽膜21b携雜（doping ），而在與場效電晶體FETp 

之成爲通道區域的半導體層（多晶矽膜21b）兩端鄰接的區 

域形成p +矽層22pa。

同樣地，隔著省略了圖示之光刻遮罩而例如，將磷（P） 

離子等之η型不純物離子對多晶矽膜21b携雜，而在與場效 

電晶體FETn之成爲通道區域的半導體層（多晶矽膜21b）

• 之兩端鄰接的區域形成矽層23na，且在與該矽層23na 

的兩端鄰接的區域形成Μ矽層22na。

在此， 於此第3工程中形成p +矽層22pa、矽層23na 

及n +矽層22na的形成順序並未特別限制，也可爲設定任意 

的順序而形成者。

其次，在第4工程中，如第2D圖所示，使用圖示省 

略之光刻遮罩也將多晶矽膜21圖案化（蝕刻），而僅殘留 

場效電晶體FETp的形成區域，亦即，上述第3工程中所形 
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成之半導體層21p及p +矽層22pa （由ρ +矽所成之不純物層 

22ρ ；歐姆接觸層），以及場效電晶體FETn的形成區域，亦 

即，半導體層21η及矽層23na （由n.矽所成之不純物層 

23n ） 、η +矽層22na （由n +矽所構成之不純物層22η；歐姆 

接觸層）。

其次，在第5工程中，如第3Α圖所示，至少在包含有 

上述半導體層21ρ及不純物層2 2ρ、以及半導體層21η及不 

純物層2 3 n、不純物層2 2η的區域上，例如，使用電漿CVD

• 法等以形成由氧化矽所構成的絕緣膜（閘極絕緣膜）33之 

後，再利用濺鍍（sputtering ）法或蒸鍍法等的成膜法而將 

例如鋁合金或鎔合金等之金屬膜疊層形成之後，使用圖示省 

略之光刻遮罩而將該金屬膜圖案化成指定的電極形狀，依此 

而將場效電晶體FETp、FETn之閘極電極Gp、Gn在同一工 

程中同時地形成。

其次，在第6工程中，如第3B圖所示，至少在包含上 

述閘極電極Gp、Gn的區域上，使用例如電漿CVD法等以形

• 成由氮化矽所成的絕緣膜34之後，使用圖示省略之光刻遮 

罩而至少從該絕緣膜34的上面貫通絕緣層34、33，截至場 

效電晶體FETp之由p +矽所成的不純物層22p及場效電晶體 

FETn之由n +矽所成的不純物層22η而形成接觸孔（源極接 

觸孔及汲極接觸孔）CHLp、CHLn。

其次，在第7工程中，如第3C圖所示，例如，在使用 

濺鍍法等將鋁合金或路合金等之金屬膜埋入上述接觸孔 

CHLp、CHLn的內部同時在絕緣膜34上疊層形成之後，使 
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用圖示省略之光刻遮罩而將該金屬膜圖案化成指定電極形 

狀，依此而形成場效電晶體FETp、FETn之成爲源極電極及 

汲極電極的電極配線24ρ、24η。

依此，至少在圖面左方之區域形成由複數個場效電晶體

（低溫多晶矽薄膜電晶體）FETp、FETn所成之機能電路。

其次，在第8工程中，如第3D圖所示，例如，使用電 

漿CVD法等而在基板SUB的一面側全區域以覆蓋上述電極 

配線24ρ、24η般地形成由氮化矽所成的絕緣膜35之後，再

• 使用濺鍍法或蒸鍍法等而將例如，鋁合金或銘合金等之金屬 

膜疊層形成，之後，使用圖示省略之光刻遮罩而將該金屬膜 

圖案化成指定電極形狀，依此而在場效電晶體FETx的形成 

區域形成閘極電極Gx。

其次，在第9工程中，如第4 A圖所示，例如，使用電 

漿CVD法等而在至少包含上述閘極電極Gx的區域上形成由 

氮化矽所成的絕緣膜（閘極絕緣膜）36之後，再將非晶矽膜

（第2半導體層）1"、和氮化矽所成的絕緣膜依序疊層形

• 成，之後，使用圖示省略之光刻遮罩而將該由氮化矽所成的 

絕緣膜圖案化以在與底閘極電極BGx及閘極電極Gx的形成 

區域對應之非晶矽膜11a ±形成塊絕緣膜（停止膜）14。此 

外，非晶矽膜1 la係與上述第1工程同樣地，爲在大槪300°C 

左右爲最高溫度的溫度條件（第2溫度條件）下被形成。

在此，塊絕緣膜1 4係用以保護由非晶矽膜1 1 a所成的 

通道區域（後述之半導體層11）在後工程中不受損害者，此 

塊絕緣膜14與非晶矽膜11a （半導體層11 ）之界面狀態會 
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對場效電晶體FETx之元件特性造成大的影響，所以藉由非 

晶矽膜Ila與塊層14在真空中被連續的成膜，使得其界面 

不被污染係較佳。

其次，在第10工程中，如第4B圖所示，在包含非晶矽

膜1 1 a及塊絕緣膜14的區域上，例如，使用電漿CVD法等

而形成非晶矽膜，例如，將磷離子（P ）等之η型不純物離 

子携雜於該非晶矽膜，而在形成由η +矽所成的不純物層之 

後，以與場效電晶體FETx之形成區域（大槪上述之閘極電 

• 極Gx的形成區域）對應般地使用省略了圖示之光刻遮罩而

將不純物層及非晶矽膜11a圖案化，在場效電晶體FETx之 

形成區域形成半導體層11，以及在該半導體層11上之塊絕 

緣膜14的兩端形成作爲歐姆接觸層之由n +矽所成的不純物

層 17、 18°

此不純物層17、18之形成目的爲，使各個後述之源極 

電極12及汲極電極13與半導體層11之電氣連接（歐姆連 

接）良好，且防止逆電場（field reversing ）中之漏電流（leak 

• current ）電流。此外，用以形成不純物層17、1 8之非晶矽 

膜也與上述第1工程同樣地，爲在大槪300°C左右的溫度條 

件被形成。

其次，在第1 1工程中，如第4C圖所示，使用濺鍍法或 

蒸鍍法等方式，至少在包含上述不純物層17、18的區域上 

將例如，鋁合金或鎔合金等金屬膜予以疊層形成，之後，使 

用圖示省略之光刻遮罩而將該金屬膜圖案化成指定電極形 

狀，依此，至少形成在上述不純物層17、18 ±疊層而延伸

-21 -



200541047

的源極電極12及汲極電極13。

依此，至少在圖面右方的區域形成由場效電晶體（非晶 

矽薄膜電晶體）FETx所成的機能電路。

之後，在基板SUB之一面側全區域，至少使用電漿CVD 

法等而將氮化矽所成的絕緣膜37疊層形成，依此而完成具 

有如第1圖所示的元件構造之電晶體陣列。

依具有此種元件構造及製造方法之電晶體陣列，係在單 

一的絕緣性基板SUB上將使用有低溫多晶矽半導體層的場

• 效電晶體FETp、FETn，與使用有非晶矽半導體層的場效電 

晶體FETx混合存在而以薄膜構造一體的形成，所以可實現 

小型且能薄型化之電晶體陣列。

又，依本實施形態相關之電晶體陣列的元件構造及製造 

方法，係至少將構成場效電晶體FETx的非晶矽半導體層（半 

導體層11）配置在比場效電晶體FETp、FETn所使用的低溫 

多晶矽半導體層（半導體層21p及由p +矽所成的不純物層 

22p，以及半導體層2111和由η・矽所成的不純物層23η ＞由

• η +矽所成的不純物層22η）還上層，在上述一連串的製造程 

序中，形成低溫多晶矽半導體層的工程（上述第2及第3工 

程）之後，係適用形成非晶矽半導體層的工程（上述第9及 

第10工程），所以可良好地維持場效電晶體FETp、FETn 

及場效電晶體FETx之各元件特性。

亦即，例如，在形成了第9及第1。工程所示那種成膜 

時之溫度條件爲較低（大槪300°C左右）的非晶矽半導體層 

的工程之後，在執行形成第2及第3工程所示那種成膜時之 
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溫度條件爲較高（大槪600°C左右）的低溫多晶矽半導體層 

之工程的情況時，因爲在既形成的非晶矽半導體層中進行脫 

氫，所以成爲不能在場效電晶體FETx實現充分的電子遷移 

率而有產生元件特性劣化現象之可能性。

於是，在本實施形態中，在以先前的工程將需要較高溫 

之溫度條件的低溫多晶矽半導體層予以形成之後，再以後面 

的工程將可在較低溫成膜的非晶矽半導體層予以形成，依此 

係可將使用著低溫多晶矽半導體層的場效電晶體之元件特

• 性良好地保持，且因爲可良好地保持使用著非晶矽半導體層 

的場效電晶體之元件特性，所以可實現動作特性優越的電晶 

體陣列。

又，在本實施形態的製造方法中，可以於第2工程之多 

晶矽半導體層的形成工程中，使形成在基板上的非晶矽膜全 

面結晶化以形成多晶矽半導體層，因爲不需要先行技術中選 

擇地僅將特定區域結晶化的工程，所以可將製造工程簡易 

化，和簡化製造裝置而使製造成本降低。

• 又，在多晶矽半導體層之上層側形成非晶矽半導體層， 

因爲多晶矽薄膜電晶體與非晶矽薄膜電晶體係在不同層分 

離地形成，所以可使多晶矽薄膜電晶體與非晶矽薄膜電晶體 

充分近接配置，因此之故，可近接畫素陣列而配置驅動器電 

路，所以可縮小電晶體陣列的面積，且使裝置規模小型化。

再者，將本實施形態相關的電晶體陣列適用後面要提及 

之驅動器電路，該驅動器電路之輸出電路部（位準移位電路 

部）係以使用有非晶矽半導體層的場效電晶體（場效電晶體
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FETx ）所構成，且，將該驅動器電路之其他內部電路部以使 

用有多晶矽半導體層的場效電晶體（場效電晶體 FETp、

FETn ）所構成，依此，在內部電路部中，因爲場效電晶體（多 

晶矽薄膜電晶體）之導通電流係比較大，電子遷移率比較 

大，所以可比較迅速地執行信號生成等之電路動作，一方 

面，於輸出電路部中，因爲係使用具較高耐壓特性的非晶矽 

薄膜電晶體而構成，所以可良好地生成具有較大電壓振幅的 

信號。

•〈第2實施形態〉

其次，針對本發明相關之電晶體陣列的元件構造及其製 

造方法的第2實施形態，茲參照圖面作說明。

（元件構造）

第5圖係顯示本發明相關之電晶體陣列的元件構造之第 

2實施形態的槪略斷面圖。

在此，針對與上述之第1實施形態（參照第1圖）同等 

構成，茲附予同一或同等符號並將其說明簡略化或省略。此

• 外，第5圖中，爲使說明簡略化，係僅將使用有多晶矽半導 

體層及非晶矽半導體層的場效電晶體各自圖式1至數個， 

且，將此等相互作接續之配線層及，用以與裝置外部接續之 

引出配線等係將圖示省略。

於上述第1實施形態相關之元件構造及其製造方法中 ， 

場效電晶體FETp、FETn和場效電晶體FETx並未共有導電 

體層，而係在下層側（基板側）形成場效電晶體FETp、FETn， 

場效電晶體FETx係在其上層側各自獨立地形成之構成，但 
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於本實施形態中，具有場效電晶體FETp、FETn及場效電晶 

體FETx的一部分的導電體層（閘極電極）係設置在同一層' 

且共有該導電體層之構成。

具體言之，場效電晶體FETp、FETn係如第5圖所示’ 

係各自在基板SUB的一側之表面所形成之氮化矽膜41及氧 

化矽膜42（各自與上述絕緣膜31及32相當）上具有如下之 

構成：由低溫多晶矽所成的半導體層（通道區域）21p、21n； 

在該半導體層21p之兩端形成之由p +矽所構成的不純物層

• 22p ；在半導體層21η之兩端所形成之由矽所構成之不純 

物層23η、由η +矽所構成之不純物層22η；在各半導體層 

21ρ、21η之上方隔著絕緣膜43 （閘極絕緣膜；與上述絕緣 

膜3 3相當）所形成之，例如由鎔、鎔合金、鋁、鋁合金等 

所選擇之導電性材料所成的導電體層之閘極電極Gp、Gn ； 

疊層在該閘極電極Gp、Gn上之隔著貫通絕緣層44、45及 

上述絕緣膜43所形成的接觸孔而與各不純物層22ρ、22η接 

續的電極層（源極電極及汲極電極）24ρ、24η :以及疊層在

• 該電極層24ρ、24η ±之絕緣層（保護絕緣膜）46。

又，場效電晶體FETx之構成如第5圖所示，係具備有： 

形成於基板SUB之一側表面所疊層形成的上述氮化矽膜41 

及氧化矽膜42、絕緣膜43 ±之由例如鎔、銘合金、鋁、鋁 

合金等所選擇之導電性材料所成的導電體層之閘極電極 

Gx :在該閘極電極Gx的上方隔著與上述相同的絕緣膜（閘 

極絕緣膜）44而被形成，且爲由非晶矽所成的半導體層（通 

道區域）11；形成在該半導體層11上之塊絕緣膜（停止膜）
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14；形成在半導體層11上之塊絕緣膜14的兩端之不純物層 

17、18 ；形成在該不純物層17、18 ±之源極電極12及汲極 

電極13；疊層在半導體層11及塊絕緣膜14、源極電極12、 

汲極電極13的上方之與上述相同的絕緣層45、46。

亦即，在本元件構造中，如第5圖所示，係與上述第1 

實施形態同樣地，至少，適用在場效電晶體FETx之由非晶 

矽所成的半導體層（通道區域）11係具有比適用在P通道型 

及η通道型之場效電晶體FETp、FETn之由低溫多晶矽所成

• 的半導體層（通道區域）21p、2111形成在還上層側之構成， 

且構成場效電晶體FETx之閘極電極Gx係具有與構成場效 

電晶體FETp、FETn的閘極電極Gp、Gn形成在相同層之構 

成。

（製造方法）

其次，針對具有上述那樣元件構造之電晶體陣列的製造 

方法，茲參照圖面作說明。

第6A〜D圖、第7A、B圖係顯示具有本實施形態相關

• 元件構造之電晶體陣列的製造方法之過程斷面圖。

此外，針對與上述第1製造方法同等之工程，茲將其說 

明簡略化或省略。又，在以下的說明中，「第1工程」至「第 

10工程」的表示方式係爲了說明的方便而使用的，其間也可 

以是任意的付加工程，又，也可與能置換之其他工程作變更 

者，且非與實際製造程序賦予關連者。

首先，在上述第1實施形態中，如第1至第4工程（第 

2A〜D圖）所示般,在透明的絕緣性基板SUB之一面側全 
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區域，將絕緣膜（氮化矽膜）41、絕緣膜（氧化矽膜）42、 

及非晶矽膜2 1 a依序疊層形成，之後，對將非晶矽膜2 1 a多 

晶矽化之多晶矽膜2 1 b的指定區域擴雜不純物離子，而在構 

成場效電晶體FETp及FETn之半導體層21ρ、21η的各兩端 

區域形成ρ +矽層22pa、ιι・矽層23na及n +矽層22na °

然後，圖案化（蝕刻）成僅殘留與場效電晶體FETp、

FETn之各個形成區域對應之半導體層21p及p +矽所成的不 

純物層22p、半導體層21η及η・矽所成的不純物層23η ＞以

• 及H +矽所成的不純物層22η。

其次，在第5工程中，如第6Α圖所示，至少在包含有 

上述半導體層21ρ及不純物層2 2ρ、以及半導體層21η及不 

純物層23n、22η的區域上，例如，在使用電漿CVD法等而 

形成由氧化矽所成之絕緣膜（閘極絕緣膜）43之後，再使用 

濺鍍法或蒸鍍法等而將例如，鋁合金或路合金等之金屬膜疊 

層形成，之後，使用圖示省略之光刻遮罩而將該金屬膜圖案 

化成指定電極形狀，依此而將場效電晶體FETp、FETn之閘

• 極電極Gp、Gn、及場效電晶體FETx之閘極電極Gx在同一 

工程中同時地形成。

其次，在第6工程中，如第6B圖所示，至少在包含上 

述閘極電極 Gp、Gn、Gx的區域上，例如，使用電漿 CVD 

法等而將由氮化矽所成的絕緣膜（閘極絕緣膜）44、非晶矽 

膜Ila依序疊層形成後，在閘極電極Gx的形成區域所對應 

之非晶矽膜1"上形成塊絕緣膜（停止膜）14。

其次，在第7工程中，如第6C圖所示，至少在包含非
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晶矽膜1 1 a及塊絕緣膜14的區域上，例如，使用電漿CVD

法等而形成非晶矽膜，對該非晶矽膜攥雜η型不純物離子而 

形成由n +矽所成之不純物層之後，以與場效電晶體FETx之 

形成區域（大槪上述閘極電極Gx之形成區域）對應般地將 

不純物層及非晶矽膜11a圖案化以形成半導體層11及由η 4- 

矽所成的不純物層17、18 °

其次，在第8工程中，如第6D圖所示，至少在不純物

層17、18上將金屬膜疊層形成之後，將該金屬膜圖案化成

• 指定電極形狀，形成場效電晶體FETx之源極電極12及汲極

電極13,在基板SUB之一面側全區域將絕緣膜45疊層形成。 

依此，至少在圖面右方之區域，形成由場效電晶體（非 

晶矽薄膜電晶體）FETx所成的機能電路。·

其次，在第9工程中，如第7A圖所示，至少，形成從

該絕緣膜45的上面貫通各絕緣層45、44、43而到達場效電 

晶體FETp及FETn之不純物層22p及23η之接觸孔（源極 

接觸孔及汲極接觸孔）CHLp、CHLn。

• 其次，在第10工程中，如第7B圖所示，使用濺鍍法等 

而在將例如，鋁合金或銘合金等之金屬膜埋入接觸孔 

CHLp、CHLn的內部且在絕緣膜45上疊層形成之後，經由 

將該金屬膜圖案化成指定電極形狀，而形成了成爲場效電晶 

體FETp、FETn之源極電極及汲極電極的電極配線24p、24n。

依此，至少在圖面左方之區域，形成由複數個場效電晶 

體（低溫多晶矽薄膜電晶體）FETp、FETn所構成之機能電 

路。
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之後,在基板SUB之一面側全區域5至少將絕緣膜（保 

護絕緣膜）46疊層形成，依此而完成具有如第5圖所示那樣 

元件構造的電晶體陣列。

因此，依具有此種元件構造及製造方法之圖像處理裝 

置，則與上述第1實施形態同樣地，係在單一的絕緣性基板 

SUB上，將使用有低溫多晶矽半導體層的場效電晶體FETp、 

FETn，與使用有非晶矽半導體層的場效電晶體FETx混合存 

在而以薄膜構造一體的形成，所以可實現小型且能薄型化之

• 電晶體陣列。

又，把場效電晶體FETp、FETn所使用的低溫多晶矽半 

導體層配置在比構成場效電晶體FETx的非晶矽半導體層還 

下層，且在上述一連串的製造程序中，在將低溫多晶矽半導 

體層形成之後，因爲適用形成非晶矽半導體層的工程，所以 

可良好地維持場效電晶體FETp、FETn及場效電晶體FETx 

之各元件特性。

再者，以本實施形態特有的效果而言，至少，因爲適用

• 把場效電晶體FETp、FETn和場效電晶體FETx之局部的導 

電體層（閘極電極Gp、Gn與閘極電極Gx ）設置在同一層之 

構成，所以可將此等導電層以同一工程（工程共有）同時地 

形成，可圖謀縮短製造程序和削減製造成本。

〈第3實施形態〉

其次，針對本發明相關之電晶體陣列的元件構造及其製 

造方法的第3實施形態，茲參照圖面作簡單說明。

（元件構造）
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第8圖係顯示本發明相關之電晶體陣列的元件構造之第 

3實施形態的槪略斷面圖。

在此，針對與上述之第1實施形態（參照第1圖）同等 

的構成，係賦予同一或同等的符號並將其說明簡略化或省 

略。此外，在第8圖中也爲了使說明簡略化，係僅將使用有 

多晶矽半導體層的場效電晶體及光感元件各自圖式1至數 

個，且將此等相互作接續之配線層及，用以與裝置外部接續 

之引出配線等係將圖示省略。

• 於上述第1實施形態相關之元件構造及其製造方法中， 

係針對場效電晶體FETp、FETn與場效電晶體FETx未共有 

導電體層之下，在單一的基板SUB上混合存在而形成的構 

成加以說明，但於本實施形態中，係取代上述場效電晶體 

FETx，而使用著非晶矽半導體層的複數個機能元件（光感元 

件）係具有在未與場效電晶體FETp、FETn共有導電體層之 

下，一體地形成在單一的基板SUB上之構成。

在此，可適用在本實施形態之場效型電晶體FETp、FETn
• 係如第8圖所示，因爲具有與上述第1實施形態所示電晶體 

陣列（參照第1圖）同等之元件構造，所以將具體說明省略。

可適用在本實施形態相關之電晶體陣列的光感元件PS 

係如第8圖所示，例如具備有如下所構成：底閘極電極（第 

2閘極電極）BGx，係疊層形成於基板SUB之一面側的表面， 

其形成在將上述ρ通道型場效電晶體FETp及η通道型場效 

電晶體FETn所設置的電極層24ρ、24η予以被覆般所形成的 

氮化矽膜35上，且爲例如由鎔、鎔合金、鋁、鋁合金等所

-30-



200541047

選擇之導電性材料的導電體層所成並相對於可視光爲不透 

明；半導體層51，在該底閘極電極BGx之上方隔著與上述 

相同的絕緣膜（下部閘極絕緣膜）36而形成，且爲由非晶矽 

所成用以形成通道區域；在該半導體層51的上方（圖面上 

方），例如由氮化矽膜所形成之塊絕緣膜（停止膜）54 ；形 

成在半導體層51上之塊絕緣膜54的兩端之由n +矽所成的 

不純物層（歐姆接觸層）57、58 :相對於可視光爲不透明的 

電極層（源極電極52及汲極電極53），形成在該不純物層

• 57、58上，且爲例如由銘、路合金、鋁、鋁合金等所選擇之 

導電性材料的導電體層所構成；頂閘極電極（第1閘極電極）

TGx，於半導體層51及塊絕緣膜54的上方隔著與上述相同 

的絕緣膜（上部閘極絕緣膜）37而被形成，且爲例如由氧化 

錫膜或ITO膜（錮·錫氧化膜）等之透明電極層的導電體層 

所構成、且對可視光爲具透過性；以及被疊層於包含有該頂 

閘極電極TGx的絕緣膜37 ±之絕緣層（絕緣保護膜）38。

在此，於本實施形態中，上述之絕緣膜（絕緣層）31

• 〜3 8係由各自具有氮化矽膜或氧化矽膜等之透光性的透明 

絕緣膜所形成。

如此，本實施形態相關的光感元件PS係槪略具有，相 

對於上述第1實施形態所示之使用有非晶矽半導體層的場效 

電晶體FETx的元件構造，爲在非晶矽半導體層的上方隔著 

絕緣膜（頂閘極絕緣膜）而附加有頂閘極電極TGx之構成。 

亦即，本實施形態相關的光感元件PS爲二_對依激發光（在 

此爲可視光）的入射會生成電子-電洞對的由共通的非晶矽

(S
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所成的半導體層（通道區域）51，在上方及下方設置有個別 

的閘極電極（頂閘極電極TGx、底閘極電極BGx ）之所謂的 

具有雙閘型之薄膜電晶體構造。

在此，光感元件PS係與上述的第1實施形態同樣地，

至少，適用在光感元件PS之由非晶矽所成的半導體層51相 

對於適用在P通道型及η通道型之場效電晶體FETp、FETn 

之由低溫多晶矽所成的半導體層21ρ、21η係形成在更上層 

側之構成，且在光感元件PS和場效電晶體FETp、FETn係

• 相互未共有導電體層之下各個獨立地形成之構成。

（製造方法）

其次，針對具有上述那樣元件構造的電晶體陣列之製造 

方法，茲參照圖面作說明。

第9A〜C圖係顯示具有本實施形態相關元件構造之電 

晶體陣列的製造方法之過程斷面圖。

此外，如同上述般，本元件構造相關之光感元件PS爲

與上述第1實施形態所示場效電晶體FETx的元件構造略相

• 同，所以顯示適用與從該場效電晶體FETx之閘極電極Gx

到源極電極12及汲極電極13之形成爲止的各工程同等之工 

程的製造方法，茲將其說明簡略化或省略。又，在以下的說 

明中，「第1工程」至「第10工程」之表示方式係爲了說 

明的方便而使用的，且非與實際製造程序賦予關連者。

首先，與上述第1實施形態中，第1至第7工程（第2A

〜D圖及第3A〜C圖）所示製造方法同樣地，爲在被疊層形 

成於基板SUB之一面側全區域的絕緣膜31、32 ±，且在圖
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面左方的區域形成使用著多晶矽半導體層之複數個場效電 

晶體（低溫多晶矽薄膜電晶體）FETp、FETn。

其次，在第8工程中，如第9A圖所示，在基板SUB之 

一面側全區域以被覆電極配線24ρ、24η般地形成絕緣膜35 

之後，將鋁合金或鎔合金等之具遮光性的金屬膜疊層形成 ， 

再將該金屬膜圖案化成指定電極形狀，依此而在各光感元件 

PS之形成區域形成底閘極電極BGx。

其次，在第9工程中，如第9B圖所示，係與上述第1

• 實施形態所示第9至第10工程同樣，在底閘極電極BGx上， 

隔著絕緣膜（下部閘極絕緣膜）3 6將半導體層5 1 （與上述 

半導體層11相當）及塊絕緣膜54 （與上述塊絕緣膜14相 

當）、和作爲歐姆接觸層之不純物層57、58 （與上述不純物 

層17、18相當）以指定形狀形成，接著，以在該不純物層

57、58 ±延伸般地將源極電極52及汲極電極53（與上述源 

極電極12及汲極電極13相當）疊層形成。在此，用以形成 

半導體層51的非晶矽膜51a之成膜工程係與上述第1製造 

. 方法同樣地，爲在大槪300°C左右的溫度條件下被形成 。

其次，在第10工程中，如第9C圖所示，在基板SUB 

之一面側全區域將絕緣膜（上部閘極絕緣膜）37疊層形成， 

接著使用蒸鍍法等方式而形成氧化錫膜或ITO膜等之透明 

電極層之後，使用圖示省略之光刻遮罩，以與上述半導體層 

（通道區域）51對應般地進行圖案化而形成頂閘極電極

TGx °

依此，至少在圖面右方之區域，形成所謂的具有雙閘型
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薄膜電晶體（非晶矽薄膜電晶體）構造之複數個光感元件 

PS。

之後，在基板SUB之一面側全區域，使用電漿CVD法 

等方式而疊層形成由氮化矽所成的絕緣膜（保護絕緣膜） 

38,依此而完成具有第8圖所示那樣元件構造之電晶體陣歹

因此，依具有此種元件構造及製造方法之電晶體陣 

列，則與上述第1實施形態同樣地，係在單一的絕緣性基板 

SUB上，將使用有低溫多晶矽半導體層的場效電晶體FETp、

• FETn，與使用有非晶矽半導體層的光感元件PS混合存在而 

以薄膜構造一體的形成，所以可實現小型且能薄型化之電晶 

體陣列。

又，把場效電晶體FETp、FETn所使用的低溫多晶矽半 

導體層配置在比構成光感元件PS的非晶矽半導體層還下 

層，於上述一連串的製造程序中，因爲在形成低溫多晶矽半 

導體層之後，適用形成非晶矽半導體層之工程，所以可良好 

地維持場效電晶體FETp、FETn及場效電晶體FETx之各元 

•件特性。

再者，以本實施形態特有之效果而言，因爲光感元件 

ps爲具有雙閘型薄膜電晶體構造，所以如同後述那樣，可 

依各光感元件p s來實現光敏（photosense）機能及選擇電晶 

體機能等之雙方機能。因此，在將該光感元件作2維配列而 

構成光感元件陣列之場合，減少構成各讀取畫素的電晶體 

數，而可圖謀光感元件陣列更加小型化或畫素數之增加，且 

實現薄型化。
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〈第4實施形態〉

其次，針對本發明相關之電晶體陣列的元件構造及其製 

造方法的第4實施形態，茲參照圖面作說明。

（元件構造）

第10圖係顯示本發明相關的電晶體陣列之元件構造的 

第4實施形態之槪略斷面圖。

在此，針對與上述第2實施形態（參照第5圖）同等的 

構成，茲賦予同一或同等符號並將其說明簡略化或省略。此

• 外在第10圖中，爲使說明簡略化，也僅將使用有多晶矽半 

導體層的場效電晶體及光感元件各自圖式1至數個，且將此 

等相互作接續之配線層及，用以與裝置外部接續之引出配線 

等係將圖示省略。

於上述第2實施形態相關之元件構造及其製造方法中 ， 

係針對場效電晶體FETp、FETn和場效電晶體FETx之各閘 

極電極 Gp、Gn、Gx爲共有導電體層而在單一的基板 SUB 

上混合存在形成之構成作說明，但於本實施形態中，係具有

• 取代上述場效電晶體FETx，且具有第3實施形態所示元件 

構造的光感元件之底閘極BGx係與場效電晶體FETp、FETn 

之各閘極電極Gp、Gn共有導電體層而在單一的基板SUB上 

一體的形成之構成。

在此，可適用本案實施形態之場效電晶體FETp、FETn 

係如第10圖所示，因爲具有與上述第2實施形態所示電晶 

體陣列（參照第5圖）同等的元件構造，所以具體的說明省 

略。又，有關光感元件PS，因爲也具有與上述第3實施形 
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態所示電晶體陣列（參照第8圖）略同等的元件構造，所以 

將說明簡略化。

可適用本實施形態相關之電晶體陣列的光感元件PS之 

構成係如第10圖所示，具備有：在基板SUB之一面側的表 

面疊層形成之，形成在與上述P通道型場效電晶體FETp及 

η通道型場效電晶體FETn所設置的閘極電極Gp> Gn同一電 

極形成層（layer）之底閘極電極（第2閘極電極）BGx ；在 

該底閘極電極BGx之上方隔著與上述相同絕緣膜（下部閘極 

• 絕緣膜）44而被形成之，由非晶矽所成的半導體層（通道區 

域）51 ；形成在該半導體層51之上的塊絕緣膜（停止膜） 

54 :形成在該塊絕緣膜54的兩端之由η +矽所成的不純物層 

（歐姆接觸層）57、58 :形成在該不純物層57、58上之源 

極電極52及汲極電極53 ；在半導體層51及塊絕緣膜54 > 

源極電極52、汲極電極53的上方隔著與上述相同的絕緣膜 

（上部閘極絕緣膜）45而被形成之頂閘極電極（第1閘極電 

極）TGx :以及在該頂閘極電極TGx ±疊層的絕緣層46。

. 此外，於本實施形態中，設置在場效電晶體FETp、FETn

之電極層24ρ、24η爲，例如從上述光感元件PS之頂閘極 

TGx上所疊層的絕緣層46之上面隔著貫通絕緣層43〜45所 

形成的接觸孔而與各不純物層22ρ、22η接續。在此，在包 

含該電極層24ρ> 24η的絕緣膜46 ±具有疊層形成有絕緣層 

（絕緣保護膜）47的構成。

（製造方法）

其次，針對具有上述那樣元件構造之電晶體陣列的製造
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方法，茲參照圖面作簡單說明。

第1 1 A〜D圖係顯示具有本實施形態相關元件構造的電 

晶體陣列之製造方法的過程斷面圖。此外，針對與上述場效 

電晶體FETp、FETn及光感元件PS同等的工程，茲將其說 

明簡略化或省略。又，在以下的說明中，「第1工程」至「第 

8工程」之表示方式係爲了說明的方便而使用的，並非與實 

際製造程序賦予關連者。

首先，與上述第1實施形態中第1〜第4工程（第2A

• 〜D圖）所示製造方法同樣地，爲在基板SUB之一面側全區

域所疊層形成的絕緣膜41、42上，且在圖面左方之場效電 

晶體FETp、FETn各個形成區域，形成由多晶矽所成的半導 

體層21p及p +矽所成的不純物層22p，和由多晶矽所成的半 

導體層21η及η.矽所成的不純物層23η，以及n +矽所成的不 

純物層22η。

其次，在第5工程中，如第11Α圖所示，在基板SUB 

之一面側全區域形成絕緣膜43之後，利用鋁合金或鎔合金

. 等之具遮光性的金屬膜，而在場效電晶體FETp、FETn之形 

成區域（大槪，上述的半導體層21ρ、21η上）形成閘極電 

極 Gp、Gn，且在各光感元件PS之形成區域將底閘極電極 

BGx在同一工程中同時地形成。

其次，在第6工程中，如第11B圖所示，與上述第2實 

施形態所示第6至第8工程同樣地，爲在閘極電極Gp、Gn 

及底閘極電極 BGx上，隔著絕緣膜（下部閘極絕緣膜）44 

而將半導體層51及塊絕緣膜54、作爲歐姆接觸層之不純物 
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層57、58以指定的形狀形成，接著以在該不純物層57、58 

上延伸般地將源極電極52及汲極電極53 （與上述源極電極 

12及汲極電極13相當）疊層形成。

其次，在第7工程中，如第11C圖所示，在基板SUB 

之一面側全區域，將絕緣膜（上部閘極絕緣膜）45疊層形成， 

然後，以與上述半導體層（通道區域）51對應般地形成由透 

明電極層所成之頂閘極電極TGx。

其次，於第8工程中，第11D圖所示，至少包含在頂閘

• 極電極TGx的基板SUB之一面側將絕緣膜46疊層形成之 

後，從該絕緣膜46的上面形成貫通各絕緣層43〜45而到達 

場效電晶體FETp及FETn之各不純物層22p及22η之電極 

配線24p、24n（源極電極及汲極電極）。

依此，至少在圖面左方之區域，形成由複數個場效電晶 

體（低溫多晶矽薄膜電晶體）FETp、FETn所成之機能電路， 

且在圖面右方的區域形成所謂的具有雙閘型薄膜電晶體（非 

晶矽薄膜電晶體）構造之複數個光感元件PS。

• 之後，在基板SUB之一面側全區域，將絕緣膜（保護 

絕緣膜）47疊層形成，依此而完成具有第10圖所示那樣元 

件構造的電晶體陣列。

因此，依具有此種元件構造及製造方法之電晶體陣列， 

則與上述第2實施形態同樣地，至少，適用把場效電晶體 

FETp、FETn和光感元件PS之局部的導電體層（閘極電極 

Gp、Gn設置在底閘極電極BGx）同一層之構成，所以可將 

此等導電層以同一工程（工程共有）同時地形成，具有可圖
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謀縮短製造程序和削減製造成本之特有的效果 。

此外，於上述第1至第4實施形態相關之電晶體陣列 

的元件構造中，係顯示在單一的基板上一體的形成使用著多 

晶矽半導體層的場效電晶體、使用著非晶矽半導體層的場效 

電晶體或光感元件之任一方之例子，但是本發明不受此所限 

定，例如也可以是以下所示，爲在單一的基板上連同使用有 

多晶矽半導體層的場效電晶體且使用有非晶矽半導體層的 

場效電晶體及光感元件雙方混合存在而形成之構成者。

•〈第5實施形態〉

其次，針對本發明相關之電晶體陣列的元件構造及其製 

造方法的第5實施形態，茲參照圖面作說明。

第12圖係顯示本發明相關之電晶體陣列的元件構造之 

第5實施形態的槪略斷面圖。

在此，針對與上述第1至第4實施形態同等之構成，茲 

將其說明簡略化或省略。本實施形態中，如第12圖所示， 

在單一的基板SUB上，連同使用著多晶矽半導體層21p、21n
• 的場效電晶體FETp、FETn和使用有非晶矽半導體層11的 

場效電晶體FETx及使用有非晶矽半導體層51之光感元件 

PS雙方一體形成，且與上述第1及第3實施形態同樣地， 

爲具有場效電晶體FETp及FETn和場效電晶體FETx及光感 

元件PS係相互未共有導電體層之下，在單一的基板SUB上 

混合存在而形成乏構成。

在此，針對可適用本實施形態之場效電晶體FETp、

FETn ，及光感元件PS，因爲具有與上述第3實施形態所示 
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電晶體陣列（參照第8圖）的構成同等之元件構造，所以具 

體的說明省略。又，針對場效電晶體FETx，因爲也具有與 

上述第1實施形態所示電晶體陣列（參照第1圖）的構成同 

等之元件構造，所以將其說明簡略化。

（製造方法）

其次，針對具有上述那樣元件構造之電晶體陣列的製造 

方法，茲參照圖面作說明。

第13A〜D圖係顯示具有本實施形態相關元件構造之電

• 晶體陣列的製造方法之過程斷面圖。

此外，針對與上述場效電晶體FETp、FETn、FETx及光 

感元件PS同等的工程，茲將其說明簡略化或省略。又，在 

以下的說明中，「第1工程」至「第11工程」之表示方式 

係爲了說明的方便而使用的，並非與實際製造程序賦與相關 

連者。

首先，與上述第1實施形態中，第1〜第7工程（第2A 

〜D圖及第3A〜C圖）所示製造方法同樣地，爲在基板SUB

• 之一面側全區域所疊層形成的絕緣膜31、32上，且在圖面 

左方的區域，形成使用著多晶矽半導體層之複數個場效電晶 

體（低溫多晶矽薄膜電晶體）FETp、FETn θ

其次，在第8工程中，如第13Α圖所示，例如，使用電 

漿CVD法等方式而在基板SUB之一面側全區域以將上述電 

極配線24ρ、24η被覆般地形成由氮化矽所成的絕緣膜35之 

後，再使用濺鍍法或蒸鍍法等而將例如，鋁合金或鎔合金等 

之具遮光性的金屬膜疊層形成，之後，使用圖示省略之光刻 
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遮罩而將該金屬膜圖案化成指定電極形狀，依此而在各光感 

元件PS及場效電晶體FETx的形成區域形成底閘極電極BGX 

及閘極電極Gx。

其次，在第9工程中，如第13B圖所示，例如，使用電 

漿CVD法等而在至少包含上述底閘極電極BGx及閘極電極 

Gx的區域上形成由氮化矽所成的絕緣膜（下部閘極絕緣膜）

3 6之後，再將非晶矽膜1 1 a、和由氮化矽所成的絕緣膜依序 

疊層形成，之後，使用圖示省略之光刻遮罩而將該由氮化矽

• 所成的絕緣膜圖案化，在與底閘極電極BGx及閘極電極Gx 

之形成區域對應的非晶矽膜1 1 a上形成塊絕緣膜（停止膜）

14、54。此外，非晶矽膜Ila爲與上述第1工程同樣地，爲 

在大槪3OO°C左右的溫度條件下被形成。

在此，塊絕緣膜14，54係用以保護由非晶矽膜11a所 

成之通道區域（後述之半導體層11、51 ）不會在後工程受到 

損害者。又，依後述之工程係形成由非晶矽膜1"所成的半 

導體層（通道區域）11、51，然而與此半導體層11、51相

• 接之絕緣膜（亦即，上述塊絕緣膜14, 54 ）其界面狀態對光 

感元件（雙閘型光感元件）PS及場效電晶體FETx之元件特 

性有很大影響，所以半導體層11、5 1 （非晶矽膜11a）和塊 

層14、54係在真空中被連續的成膜，以使界面不被污染係 

較佳。

其次，在第10工程中，如第13C圖所示，在包含非晶 

矽膜1 la及塊絕緣膜14，54的區域上，例如，使用電漿CVD 

法等而形成非晶矽膜，例如將磷離子（ρ ）等的n型不純物 
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離子對該非晶矽膜携雜，而在形成由n +矽所成的不純物層 

之後，以與光感元件PS之形成區域（大槪，上述之底閘極 

電極BGx的形成區域）及場效電晶體FETx的形成區域（大 

槪，上述之閘極電極Gx的形成區域）對應般地，使用圖示 

省略之光刻遮罩而將不純物層及非晶矽膜1 1 a圖案化，而在 

場效電晶體FETx之形成區域，在半導體層11及該半導體層

1 1上之塊絕緣膜14的兩端，形成作爲歐姆接觸層之由Π +

矽所成的不純物層17、18，在光感元件PS之形成區域’在

• 半導體層51及該半導體層51上之塊絕緣膜54的兩端形成 

作爲歐姆接觸層之由n +矽所成的不純物層57、58 ο

此不純物層17、18及57、58之形成目的爲，使各自與

後述之源極電極12及汲極電極13與半導體層11之電氣連 

接（歐姆連接），以及使源極電極52及汲極電極53與半導 

體層5 1之電氣連接（歐姆連接）良好，且防止逆電場中之 

漏電流。此外，用以形成不純物層17、18及57、58的非晶 

矽膜也與上述第1工程同樣地，爲在大槪300°C左右之溫度

• 條件下被形成。

其次，在第1 1工程中，如第13D圖所示，使用濺鍍法 

或蒸鍍法等而在至少包含上述不純物層17、18及57、58的 

區域上，將例如，鋁合金或路合金等之金屬膜疊層形成，之 

後，使用圖示省略之光刻遮罩將該金屬膜圖案化成指定電 

極形狀，依此而形成至少在上述不純物層17、18及57、58 

上疊層延伸的場效電晶體FETx之源極電極12及汲極電極 

13，且形成光感元件PS之源極電極52及汲極電極53。
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之後，在基板SUB之一面側全區域，使用電漿CVD法 

等以將由氮化矽所成的絕緣膜（上部閘極絕緣膜）37疊層形 

成，再使用蒸鍍法等而形成氧化錫膜或ITO膜等之透明電極 

層之後，使用圖示省略之光刻遮罩以與上述半導體層（通道 

區域）5 1對應般地進行圖案化，以形成光感元件PS的頂閘 

極電極T G X °

之後，在基板SUB之一面側全區域，使用電漿CVD法 

等而將由氮化矽所成的絕緣膜（保護絕緣膜）38疊層形成，

• 依此以完成具有如第12圖所示那樣元件構造之電晶體陣列。

依具有此種構成之電晶體陣列，則可將具有構成後述之 

適用例所示的畫素陣列（光感元件陣列等），及其周邊電路 

之驅動器電路（頂閘極驅動器，底閘極驅動器，源極驅動器 

等）之各電晶體及電晶體構造的畫素之元件特性予以良好地 

維持，且一體地形成在單一的基板上，所以可圖謀具備有畫 

素陣列的圖像處理裝置等之製造程序的簡略化及依零件件 

數的削減之製品良率提升、成本削減且可實現裝置之小型薄

• 型化。

〈第6實施形態〉

其次，針對本發明相關的電晶體陣列之元件構造及其製 

造方法的第6實施形態，茲參照圖面作說明。

第14圖係顯示本發明相關的電晶體陣列之元件構造的 

第6實施形態之槪略斷面圖。

在此，針對與上述第1至第4實施形態同等的構成，茲 

將其說明簡略化或省略。本實施形態中，如第14圖所示， 

-43 -



200541047

在單一的基板SUB ±，連同使用有多晶矽半導體層21p、21n 

之場效電晶體FETp、FETn，且使用有非晶矽半導體層11的 

場效電晶體FETx及使用有非晶矽半導體層51的光感元件 

PS雙方係一體形成，且與上述第2及第4實施形態同樣， 

場效電晶體FETp及FETn和場效電晶體FETx及光感元件 

PS係具有相互共有一部分的導電體層（閘極電極及底閘極 

電極）而在單一的基板SUB上混合存在所形成的構成。

在此，可適用本實施形態的場效電晶體FETp、FETn及

• 光感元件PS係具有與上述第4實施形態所示的電晶體陣列

（參照第10圖）的構成同等之元件構造，所以具體的說明 

省略。又，針對場效電晶體FETx，因爲也具有與上述第2 

實施形態所示電晶體陣列（參照第5圖）的構成同等之元件 

構造，所以將其說明簡略化。

（製造方法）

其次，針對具有上述那樣元件構造之圖像處理裝置的製 

造方法，茲參照圖面作說明。

• 第15A〜C圖、第16A、B圖係顯示本元件構造相關之 

圖像處理裝置的製造方法之過程斷面圖。

此外，針對與上述第1製造方法同等的工程，茲將其說 

明簡略化或省略。又，在以下的說明中，「第1工程」至「第 

9工程」之表示方式係爲了說明的方便而使用的，在其間可 

以是任意的付加工程，又，也可以是變更可置換的其他工程 

者，非與實際製造程序賦予關連者。

首先，與上述第1實施形態中，第1〜第4工程（第2A 

-44-



200541047

〜D圖）所示製造方法同樣地，爲在基板SUB之一面側全區 

域所疊層形成的絕緣膜41、42上，且在圖面左方之場效電 

晶體FETp、FETn各個形成區域，形成由多晶矽所成的半導 

體層21p及由p +矽所成之不純物層22p，以及由多晶矽所成 

的半導體層21η及由n・矽所成的不純物層23n，η +矽所成之 

不純物層22η。

其次，在第5工程中，如第15Α圖所示，至少在包含有 

上述半導體層21ρ及不純物層22ρ、以及半導體層21η及不

• 純物層23η ' 22η的區域上，使用例如電漿C VD法等而形成 

由氧化矽所成的絕緣膜（閘極絕緣膜）43之後，然後使用濺 

鍍法或蒸鍍法等而將例如，鋁合金或鎔合金等之具遮光性的 

金屬膜予以疊層形成，之後，使用圖示省略之光刻遮罩而將 

該金屬膜圖案化成指定電極形狀，依此而將場效電晶體 

FETp、FETn之閘極電極Gp、Gn、及光感元件PS的底閘極 

電極BGx、場效電晶體FETx之閘極電極Gx在同一工程中 

同時地形成。

• 其次，在第6工程中，如第15B圖所示，至少在包含有 

上述閘極電極Gp、Gn、Gx、及底閘極電極BGx的區域上， 

使用例如電漿CVD法等方式而將由氮化矽所成的絕緣膜（下 

部閘極絕緣膜）44、非晶矽膜1"依序疊層形成之後，在與 

底閘極電極BGx及閘極電極Gx之形成區域所對應的非晶矽 

膜11a上形成塊絕緣膜（停止膜）14、54。

其次，在第7工程中，如第15C圖所示，在至少包含非 

晶矽膜1 1 a及塊絕緣膜1 4的區域上，使用例如電漿CVD法 
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等方式而形成非晶矽膜，對該非晶矽膜携雜η型不純物離子

而形成由η +矽所成的不純物層之後，以與場效電晶體FETx 

的形成區域（大槪，上述之閘極電極Gx的形成區域），及 

光感元件PS的形成區域（大槪，底閘極電極BGx之形成區 

域）對應般地將不純物層及非晶矽膜1 1 a圖案化，而形成由 

半導體層1 1及n +矽所成的不純物層17、18,及由半導體層 

51及n +矽所成的不純物層57、58 °

其次，在第8工程中，如第16A圖所示，至少在不純物

• 層17、18及57、58上將金屬膜疊層之後，將該金屬膜圖案 

化成指定電極形狀，而形成場效電晶體FETx之源極電極12 

及汲極電極13，以及光感元件PS之源極電極52及汲極電 

極53。

其次，在基板SUB之一面側全區域將絕緣膜（上部閘 

極絕緣膜）45疊層形成之後，形成氧化錫膜或ITO膜等之 

透明電極層，且以與上述半導體層11（通道區域）對應般地 

進行圖案化而形成頂閘極電極TGx。

. 其次，在第9工程中，如第16B圖所示，在基板SUB

之一面側全區域將絕緣膜46疊層形成之後，至少從該絕緣 

膜46的上面貫通各絕緣層45、44、43而到達場效電晶體 

FETp及FETn之不純物層22p及22η以形成接觸孔，將金屬 

膜埋入該接觸孔的內部並在絕緣膜46上疊層形成之後，將 

該金屬膜圖案化成指定電極形狀，依此而形成成爲場效電晶 

體FETp、FETn之源極電極及汲極電極的電極配線24p、24n。

之後，在基板SUB之一面側全區域將絕緣膜（保護絕
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緣膜）47疊層形成，依此以完成具有如第14圖所示那樣元 

件構造的電晶體陣列。

依具有此種構成之電晶體陣列，則與上述第5實施形態 

同樣地，可將構成畫素陣列（光感元件陣列等）與其周邊電 

路的驅動器電路（頂閘極驅動器，底閘極驅動器，源極驅動 

器等）之各電晶體以及具有電晶體構造之畫素的元件特性予 

以良好地維持，且可在單一的基板上一體的形成，可實現裝 

置之小型薄型化，特別是，至少，適用把場效電晶體FETp、

• FETn，場效電晶體FETx，及光感元件PS之局部的導電體層

（閘極電極Gp、Gn、Gx和底閘極電極BGx ）設置在同一層 

之構成，所以可將此等導電體層以同一工程（工程共有）同 

時地形成，具有所謂的可圖謀縮短製造程序和削減製造成本 

之特有效果。

在上述第1〜第6實施形態相關之電晶體陣列的元件構 

造中，在基板SUB ± 一體形成之場效電晶體FETp、FETn、 

場效電晶體FETx及光感元件PS也可以是具有，例如以下所

• 示之利用複數條層間接續配線而相互地接續之構成者。

第17圖係顯示用以將可適用在本發明相關電晶體陣列 

的各實施形態之場效電晶體及光感元件彼此予以接續之層 

間接續配線的一構成例之槪略斷面圖。

可適用在各實施形態相關之電晶體陣列的層間配線層 

係例如第17圖所示，在依基板SUB上之場效電晶體FETp、 

FETn及FETx而形成機能電路的區域與形成有複數個光感元 

件PS之光感元件陣列區域之間，設置用以把任意層間相互

(S)
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連接之複數條層間接續配線的接觸區域（配線接續區域） 

CNT，而在接觸區域CNT中，形成將上述場效電晶體所成的 

機能電路與光感元件陣列連接之接觸配線（層間接續配線） 

LCa，或將機能電路內部之場效電晶體FETp、FETn及FETx 

相互接續之內部配線（層間接續配線）LCb ο

在此場合，可以是具有使接觸配線Lea彼此或內部配線 

LCb彼此，或者是使接觸配線Lea與內部配線LCb彼此共有 

化，以減少層間接續配線數之構成者。又，也可以將接觸配

• 線Lea及內部配線LCb，例如，與設置在場效電晶體FETp、 

FETη之電極層（源極電極及汲極電極）24ρ、24η依同一工 

程而同時地形成。

此外，於第17圖中，係顯示在第14圖所示電晶體陣列 

之元件構造，設置接觸區域CNT，且設置層間接續配線（接 

觸配線Lea及內部配線LCb）的例子，但是本發明不受此所 

限定，當然也可以是對上述各實施形態之電晶體陣列的元件 

構造之任意區域設定接觸區域CNT，且設置層間接續配線

• 者。

〈第1適用例〉

其次，針對上述本發明相關之電晶體陣列的第1適用 

例，茲參照圖面作具體的說明。在此，茲針對將上述實施形 

態相關的電晶體陣列適用在圖像處理裝置（圖像讀取裝置） 

之場合作說明。

首先，針對可適用本發明相關電晶體陣列的圖像處理裝 

置之全體構成作說明。
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第18圖係顯示將本發明相關的電晶體陣列適用在圖像 

處理裝置之場合的第1例之槪略全體構成圖。

如第18圖所示，本適用例相關之圖像處理裝置100A係 

具備槪略如下之構成：把多數個光感元件PS （讀取畫素： 

等同上述第3〜第6實施形態所示光感元件PS）例如作二維 

配列（例如，η行xm列之矩陣狀配列）的光感元件陣列（畫 

素陣列）110 ；把各光感元件PS的頂閘極端子TG （等同上 

述之頂閘極電極TGx）連接於在行方向接續伸延之頂閘極線 

. 111，且對各頂閘極線（掃描線）1 1 1依序施加掃描信號8质

（後述之重置脈衝：i係任意的自然數；i=" 2，..・n）之 

頂閘極驅動器（驅動器電路，第1掃描驅動電路）1 20A ；把 

各光感元件PS之底閘極端子BG （等同上述之底閘極電極 

BGx ）連接於在行方向接續伸延之底閘極線112，且對各底 

閘極線1 12依序施加掃描信號φΒί （後述之讀出脈衝）之底 

閘極驅動器（驅動器電路，第2掃描驅動電路）130；將各 

光感元件PS的源極端子S （等同上述之源極電極52 ）連接 

• 於在列方向接續伸延的源極線（資料線）113 而經由各源 

極線113對各光感元件PS施加預充電電壓Vpg 且將與各 

光感元件ps所蓄積的載體（carrier）對應的源極線電壓VDj

（=資料電壓Vrd : j爲任意的自然數；j = 1，2，..・m ）予以 

讀出之源極驅動器（驅動器電路，信號驅動電路）140；至 

少將用以控制依光感元件陣列1 1 0的被攝體圖像之讀取動作 

用的各種控制信號Ng、©bg、©Pg對各個上述頂閘極驅動器 

120A、底閘極驅動器130、及源極驅動器140供給，且具備 
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有將經由源極驅動器1 40所取得的圖像資料（讀取資料信號 

Vdata ）在用以執行圖示省略之記憶部及圖像資料之加工及 

照會等之指定處理的外部機能部之間作互換的機能之系統 

控制器150 ο

此外，光感元件陣列110中114係將各光感元件PS 

之汲極端子D （與上述汲極電極53同等）共通地接續至指 

定低電位電壓（例如，接地電位）Vss之汲極線（共通線）。

以下，針對各構成作具體說明。

• （光感元件）

光感元件陣列110所配列之光感元件PS，具體言之， 

係與上述第3〜第6各實施形態所示元件構造同樣，爲具有 

使用著非晶矽半導體層的雙閘型的薄膜電晶體構造。在此， 

於各實施形態所示元件構造中，在最上層疊層形成的絕緣膜 

38、47爲用以保護光感元件PS之保護膜，其上面係成爲被 

攝體直接載置的檢測面。

其次，針對上述光感元件陣列之驅動控制方法，茲參照

• 圖面作簡單說明。

第19圖係顯示上述光感元件陣列之基本驅動控制方法 

的時間圖。在此，有關光感元件陣列的驅動控制方法，係針 

對讀取指紋的場合作說明。

第20圖係將本適用例相關的圖像處理裝置適用在指紋 

讀取裝置之場合的要部斷面圖 。

在此，第2。圖中，考量圖示之方便，係把用以顯示光 

感元件陣列的斷面部分之剖面線的一部分予以省略。
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上述之光感元件陣列的基本驅動控制方法係如第19圖 

所示，爲經由在指定處理動作期間（處理周期）設定重置期 

間Trst、電荷蓄積期間Ta、預充電期間Tprch及讀出期間 

Tread而被實現。

如第19圖所示，首先，於重置期間Trst，利用頂閘極 

驅動器120A經由頂閘極線1 1 1而對第i行的光感元件PS之 

頂閘極端子TG施加重置脈衝（例如，頂閘極電壓（=重置 

脈衝電壓）Vtg= + 15V的高位準）©Ti，而進行放出半導體

• 層51所蓄積的載體（在此爲電洞）之重置動作（初始化動 

作）。

其次，於電荷蓄積期間Ta，利用頂閘極驅動器120A而 

對頂閘極端子TG施加低位準（例如，頂閘極電壓 Vtg= - 

15V ）之偏電壓（bias voltage ） φΤί，依此使上述重置動作 

結束而開始電荷蓄積動作（載體蓄積動作）。

在此，在電荷蓄積期間Ta，如第20圖所示，從形成有 

光感元件PS的透明基板SUB之下方所設置的背光（光源）

• BL，對與檢測面（光感元件陣列1 1。的上面）DTC密接載 

置的被攝體（例如，指）FG照射照射光La，其反射光Lb 

係通過由透明電極層所成的頂閘極電極TGx而對半導體層 

51入射。依此，因應電荷蓄積期間Ta中對半導體層51入 

射的光量，在半導體層51之入射有效區域（載體發生區域） 

係生成電子·電洞對，而在半導體層51與塊絕緣膜54之界 

面附近（通道區域周邊）係蓄積電洞。

接著，於預充電期間Tprch，與上述電荷蓄積期間Ta 
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並行地利用源極驅動器140，依據預充電信號©pg而透過源 

極線1 1 3對源極端子S施加預充電脈衝（例如，預充電電壓

Vpg=+5V），以進行使電荷保持在源極電極12之預充電 

動作。

其次，於讀出期間Tread，在經過上述預充電期間Tprch 

之後，利用底閘極驅動器130，透過底閘極線112而對底閘 

極端子BG施加讀出脈衝（例如，底閘極電壓（=讀出脈衝 

電壓）Vbg= + 10V之高位準）©Bi，依此，進行把在電荷蓄

• 積期間Ta被蓄積在通道區域之載體（電洞）所對應的源極

線電壓VD （資料電壓Vrd ；電壓信號）利用源極驅動器140 

讀出之讀出動作。

在此，讀出脈衝©Bi之施加期間（讀出期間）的源極線

電壓VD （資料電壓Vrd）之變化傾向爲在電荷蓄積期間Ta 

所蓄積的載體爲多的場合（明狀態），顯示出資料電壓Vrd 

係急劇地降低的傾向，一方面，在被蓄積的載體爲少的場合

（暗狀態）係顯示出和緩地降低的傾向，所以經由例如，檢

• 測從讀出期間 Tread的開始經過指定時間後之資料電壓

Vrd，係可對入射至光感元件PS的光量，亦即，可檢測與被 

攝體之明暗圖案對應的亮度資料（明暗資訊）。

接著，把對此種特定行（第i行）之一連串的亮度資料 

檢測動作當成1周期，再對上述光感元件陣列110之各行

（i，i + 1，…）反覆同等之動作處理，依此，可將使用著光 

感元件PS的光感元件系統，當成被攝體的2維圖像（例如， 

指紋圖案）作爲亮度資料來讀取之單色（monochrome ）型的
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圖像處理裝置（指紋讀取裝置）來動作。

此外，於本適用例中，作爲光感元件陣列，係顯示具備 

具有雙閘型的薄膜電晶體構造的光感元件之構成，但本發明 

不受此所限定，也可以是適用把習知的光電電晶體及光電二 

極體等作2維配列的光感元件陣列者。

（頂閘極驅動器/底閘極驅動器）

第21圖係顯示可適用在本適用例相關圖像處理裝置之 

頂閘極驅動器或底閘極驅動器之一構成例的槪略方塊圖。

• 第22圖係顯示可適用在本構成例相關之頂閘極驅動器 

或底閘極驅動器之移位暫存器電路部的一例之電路構成圖°

第23A~ D圖係顯示本構成例相關的移位暫存器電路部 

及輸出緩衝部所適用之邏輯元件的電路構成圖。

如第21圖所示，頂閘極驅動器120 A及底閘極驅動器 

130係至少具有如下構成：依據由上述系統控制器15°所供 

給之控制信號Mg或（|）bg所成的起動信號STtb，及2相之參 

考時鐘（reference clock ）信號CK，CKb，輸出致能信號OEtb

• 等，將起動信號依序移位，且輸出與各頂閘極線111或底閘 

極線112對應之移位信號（邏輯信號；時脈信號）Soutl '

S ο u 12 ? ... S o u t η » S o u t d之移位暫存器電路部121；將自該 

移位暫存器電路部121依序輸出之移位信號 Soutl '

Sout2，…Soutn，Soutd放大成指定的信號位準而作爲掃描信 

號（上述之重置脈衝©Ti或讀出脈衝＜l）Bi）對各頂閘極線111 

或底閘極線112施加之輸出緩衝部（輸出電路部）122°

移位暫存器電路部121爲，例如具備第22圖所示之構
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成：與頂閘極線1 1 1或底閘極線1 1 2的條數對應（該線條數

+ 1 ）設置且把依據參考時鐘CK，CKb之指定時脈而被輸入 

的起動信號STtb依序移位至次段之複數段的鎖存（latch） 

電路群（鎖存電路 LC1，LC2，LCr ）；依據由系統 

控制器150所供給之移位方向設定信號SC、SCb，切換對鎖 

存電路群之起動信號STtb的輸入與移位方向之類比開關群

L （類比開關 SW11 SW12，・..SWld，SWls SWIs，及 SW21 ‘

SW22 ...SW2d，SW2r，S W2s ）；依據輸出致能信號 Oetb

• 取出來自各鎖存電路LC1，LC2， ...LCd之移位信號，並控

制對輸出緩衝部122的輸出之輸出邏輯電路群（3輸入NAND 

電路 N AND 1，NAND2，...NANDn，N ANDd ）。

在此，從系統控制器15。供給至移位暫存器電路部121

之參考時鐘CK、CKb係互爲逆相的時鐘信號，又，移位方 

向設定信號SC、SCb也相互成爲逆相的控制信號。又’適 

用在第22圖所示移位暫存器電路部121之鎖存電路LC（ LC1 

〜LCr ）係可適用在使用有例如第23A圖所示那樣的習知的 

. 反向器IN V及時控（clocked）反向器CIV1、CIV2之邏輯電

路，類 比開關 SW（SW11〜SWIs，SW21〜SW2s）係例如第

23B圖所示，可適用上述各實施形態所示之場效電晶體FETp 

及FETn並列地接續之電路構成。

此外，有關第23A圖所示之反向器INV及時控反向器 

CIV （CIV1，CIV2 ），各自可適用如第23C、23D圖所示之 

將上述場效電晶體FETp及FETn串接的電路構成。再者’ 

有關構成輸出邏輯電路群之各3輸入NAND電路NAND

-54-

母



200541047

(NANDI NAND2，...NANDn，NANDd )，也可適用將上述 

場效電晶體FETp及FETn以習知的電路形態作接續的構成。

又，移位暫存器電路部1 2 1之輸出側所設置的輸出緩衝 

部122係可適用例如把第23C圖所示的反向INV作奇數段 

串接的電路構成，如同後述，係將從移位暫存器電路部1 2 1 

個別地輸出之邏輯信號作反轉處理，且使具有指定信號位準 

般地作放大處理，再對各頂閘極線111或底閘極線112作施 

加。

• 在具有此種構成之頂閘極驅動器120 A或底閘極驅動器 

130中，首先，當從系統控制器150對移位暫存器電路部121 

供給高位準的移位方向設定信號S C及低位準的移位方向設 

定信號SCb時，類比開關群當中，類比開關SW11，SW22， 

SW13，SW14..・SWld，SW2r SWIs係執行開啓動作，各鎖 

存電路LC1，LC2，・..LCd，LCr係在順方向被接續。亦即' 

對鎖存電路LCi之輸入接點in輸入起動信號STtb '同時第 

i段的鎖存電路LCi(LCl，LC2，...LCd )之輸出接點t

• 係形成被接續至次段的鎖存電路LC ( i + 1 ) ( LC2 '

LC3，...LCd，LCr )之輸入接點in般地設定各鎖存電路LC1， 

LC2， ...LCd，LCr爲依序串接的狀態。

依此，從系統控制器1 50被供給之作爲控制信號φtg或 

(|)bg之起動信號STtb爲，以依據參考時鐘CK、CKb的指定 

時脈依各鎖存電路LCI， LC2， ...LCd，LCr的順序而被依 

序移位，同時從第i段的鎖存電路LCi( LCI，LC2，・.・LCn ‘ 

LCd )輸出之移位信號Souti係被輸入第i段的3輸入NAND 
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電路 N ANDi( NANDI，NAND2， ... N ANDn N ANDd : N ANDd 

爲虛設物)的第1輸入接點。又，從第(i + 1 )段的鎖存電 

路 LC(i+l) (LC2，LC3，...LCd，LCr )輸出之移位信號

Sout ( i+ 1 )係被輸入第i段的3輸入 NAND電路 NANDi 

(NANDI，NAND2，...NANDn，NANDd )之第 3 輸入接點。

在此，第i段及第(i + 1 )段之鎖存電路LCi，LC ( i

+ 1 )所輸出之各移位信號Souti、Sout ( i + 1 )係高位準， 

且從系統控制器150供給高位準之輸出致能信號OEtb，而

. 被輸入第i段的 3輸入 NAND 電路 NANDi ( NANDI，

NAND2，...NANDn，NANDd )之第2輸入接點時，係由該3 

輸入NAND電路NANDi對輸出緩衝部122輸出低位準之邏 

輯信號 S outi ( S outl » S out2 » ...Soutn» Soutd)，而經由 

該輸出緩衝以對第i行之頂閘極線111或底閘極線112輸出 

具有指定信號位準的高位準之掃描信號(上述之重置脈衝 

©Ti或讀出脈衝©Bi)。依此，成爲從頂閘極線111或底閘極 

線1 1 2之第i行至最終行爲止，在順方向依序施加掃描信號。

• 一方面，當從系統控制器150對移位暫存器電路部121

供給低位準的移位方向設定信號S C及高位準的移位方向設 

定信號SCb時，類比開關群當中，類比開關SW21，SW12, 

SW23.・·SW2d，S W1 r，SW2s係進行開啓動作，依此，各鎖 

存電路LC1，LC2， ...LCd，LCr係在逆方向被接續。亦即， 

在鎖存電路LC r之輸入接點in輸入起動信號STtb，同時第

(i+Ι)段的鎖存電路 LC(i+l) (LC2，LC3，・.・LCd，LCr) 

之輸出接點out係被接續在次段之鎖存電路 LCi ( LC1，
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LC2， ...LCn，LCd)的輸入接點in般地設定使各鎖存電路 

LCr，LCd， ...LC2，LC1依序串接的狀態。

依此，系統控制器150所供給的起動信號STtb爲依據 

參考時鐘 CK，CKb的指定時脈，且以各鎖存電路LCr， 

LCd，..・LC2，LC1的順序而被依序移位，同時第(i + 1 ) 

段的鎖存電路 LC ( i + 1 ) (LCr，LCd， ..・LC3，LC2)所 

輸出的移位信號Sout(i+1)係被輸入第i段之3輸入NAND 

電路 NANDi(NANDd，NANDn，...NAND2 NAND 1 )的第 3 

. 輸入接點。又，第i段之鎖存電路LCi ( LCd， ...LC2，LC1)

所輸出的移位信號Souti係被輸入第i段之3輸入NAND電 

路 NANDi ( NANDd NANDn， ...NAND2，NANDI )的第 1 

輸入接點。

在此，第(i+Ι )段及第i段之鎖存電路LC(i+l)， 

Lei所輸出之各移位信號Souti，Sout ( i+ 1 )係高位準，且 

高位準之輸出致能信號Oetb被輸入第i段之3輸入NAND 

電路 NANDi ( NANDI » NAND2，...NANDn，NANDd )的第 2 

• 輸入接點時，從該3輸入NAND電路NANDi對輸出緩衝部 

122輸出低位準的邏輯信號Souti ( Souti » Sout2， ...Soutn， 

Soutd)，而對第i行之頂閘極線111或底閘極線112輸出具 

有指定信號位準的高位準之掃描信號(重置脈衝8Ti或讀出 

脈衝©Bi )。依此，成爲從頂閘極線1 1 1或底閘極線1 12之 

最終行至第i行爲止，在逆方向依序被施加掃描信號 。

因此，若依據使用具備有第22圖所示那樣的移位暫存 

器電路部121之頂閘極驅動器120 A及底閘極驅動器13。的
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圖像處理裝置100A，則經由容易將系統控制器15。所輸出 

的移位方向設定信號SC之信號位準作切換的簡易控制方 

法，而可將載置於光感元件陣列1 10 （檢測面DTC ）上之被 

攝體的圖像讀取方向（執行圖像讀取動作的行之掃描方向） 

任意地反轉設定，所以可提供使用方便及設計自由度高的系 

統。

此外，於本實施形態所示移位暫存器電路部121中’

係顯示依據由系統控制器1 50輸出的移位方向設定信號’可

• 將鎖存電路群中的移位方向容易地作切換（可反轉）地作控

制之電路構成，但是本發明並不受此所限定，當然也適用習 

知的僅在一方向執行移位動作之移位暫存器電路（例如，後 

述之源極驅動器所適用的移位暫存器電路部141；參照第26 

圖）。

（源極驅動器） 第24圖係顯示可適用在本適用例相 

關圖像處理裝置之源極驅動器的第1構成例之槪略方塊圖。

第25圖係用以說明本構成例相關源極驅動器的機能之

• 電路槪念圖。

第26圖係顯示可適用本構成例相關源極驅動器之移位 

暫存器電路部的一例之電路構成圖。

第27圖係顯示可適用本構成例相關源極驅動器之預充 

電電路部、取樣電路部、源極隨動器電路部及並串轉換電路 

部之一例的電路構成圖。

如第2 4圖、第2 5圖所示，第1構成例相關之源極驅動 

器140爲，至少，具備如下之構成：依據系統控制器1 5。所 
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供給之控制信號（後述之起動信號STs及2相的參考時鐘信 

號AC K、AC Kb、輸出致能信號OEs等），將起動信號依序 

移位且輸出與各源極線1 1 3對應的移位信號（邏輯信號；時 

脈信號）ASoutl，ASout2， ... Asoutm之移位暫存器電路部 

141 ；具備有在上述預充電期間，以依據預充電信號©pg的時 

脈對各源極線113 一齊施加指定的預充電脈衝（預充電電壓 

Vpg）之開關群的預充電電路部（預充電控制部）145 ；具備 

有在上述讀出期間，以依據取樣信號©sr的時脈，把蓄積於

• 各光感元件（讀取畫素）PS的載體所對應之源極線電壓VD

（資料電壓Vrd）經由各源極線1 13並列地讀出之開關群，

及用以保持該源極線電壓 VD的電容元件群之取樣電路部

（電壓保持部）144 ；具備有把保持在上述電容元件群之源 

極線電壓VD放大成指定的信號位準之放大群的源極隨動器 

電路部143；具備有以依據上述移位暫存器電路部141所依 

序輸出的移位信號 AS outl，AS ou 12，...Asoutm 的時脈，將 

源極隨動器電路部143所輸出的資料電壓以時間序列的地取

• 出而變換成串列信號作爲讀取資料信號Vdata輸出的開關群 

之並串轉換電路部（信號變換部）142。

移位暫存器電路部14 1爲，例如第26圖所示，具備以 

下構成：與源極線113之條數對應（該線條數+ 2）設置， 

且將以依據參考時鐘ACK，ACKb的指定時脈輸入的起動信 

號STs依序移位至次段之複數段的鎖存電路群（鎖存電路 

LCA1，LCA2， ・..LCAa，LCAb ）；依據輸出致能信號OE s 

而將源自各鎖存電路LCA1，LCA2， ・..LCAa，LCAb的移位 
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信號取出而控制對並串轉換電路部142輸出之輸出邏輯電路 

群(3 輸入 NAND 電路 NAND A1 NANDA2， ...NANDAm )。

在此，鎖存電路群及輸出邏輯電路群係各自具有構成可 

適用上述頂閘極驅動器120A或底閘極驅動器130的移位暫 

存器電路部121之鎖存電路群及輸出邏輯電路群同等的構成

(參照第22、23圖)，所以省略具體電路構成之說明 。

在具有此種構成之移位暫存器電路部141中，當從系統 

控制器150對鎖存電路LCA1之輸入接點in輸入起動信號 

. STs時，在依據參考時鐘ACK、ACKb的指定時脈，起動信

號STs係以鎖存電路 LCA1，LCA2， ...LCAa，LCAb的順序

被移位，同時從第 j段之鎖存電路 LCAj ( LCA1，

LCA2，..・LCAm)所輸出的移位信號係被輸入第j段之3輸

入 NAND 電路 NANDAi ( NANDA1，NANDA2，...NANDAm )

的第1輸入接點。又，從第(j+Ι )段之鎖存電路LCAG+ 1 )

(LCA2，LCA3， ...LCAa )輸出之移位信號係被輸入第j 

段之 3 輸入 NAND 電 路 NANDAj ( NANDAI ，

• NANDA2， ...NANDAm )的第 3 輸入接點。

在此，從第j段及第(j + 1)段之鎖存電路LCAj，LCAG

+ 1 )輸出之各移位信號係高位準，且從系統控制器150被 

供給高位準的輸出致能信號OEs，而被輸入第j段之3輸入

NAND 電路 NANDAj ( NANDAI ， NANDA2 ， ...NANDAm ) 的

第2輸入接點時，從該3輸入NAND電路NANDA j對並串 

轉換電路部142輸出低位準的邏輯信號 ASoutj ( ASoutl，

ASout2，…ASoutm )。依此，從源極線1 13之第1列至最終 
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列爲止，源極線電壓 VD （資料電壓 Vrd）係成爲被依序時 

分割地取出且變換爲串列信號而作爲讀取資料信號Vdata被 

輸出。

又，預充電電路部145、取樣電路部144、源極隨動器 

電路部143及並串轉換電路部142係例如與各源極線113對 

應而具有如第27圖所示那樣電路構成。

亦即，在第j列的源極線113所設置之預充電電路部145 

（145j ）係具備依據系統控制器150所供給之預充電信號©pg

• （非反轉信號PCG及反轉信號PCGb ）而進行開啓、關閉動 

作的類比開關SW5j，爲在被供給高位準的預充電信號©pg 

之時脈，將預充電電壓Vpg作爲預充電脈衝而對源極線113 

輸出。

又，取樣電路部144 （ 144j ）係如第27圖所示，具備有： 

依據系統控制器150所供給之取樣信號φδΓ （非反轉信號SR 

及反轉信號SRb ）而進行開啓、關閉動作的類比開關SW4j ； 

及一端爲接續到類比開關SW4j的輸出接點而他端接續到接

• 地電位之電容器（電容元件）Csr，且在被供給高位準的取 

樣信號＜|）sr之時脈，經由源極線1 13而將與光感元件PS所蓄 

積的載體對應之源極線電壓VD取入，而作爲電壓成分在電 

容器Csr保持。

又，源極隨動器電路部143 （ 143j ）係如第27圖所示， 

具有在高電位電壓Vapd和低電位電壓Vaps間將場效電晶體 

FETa及FETb作串接之電路構成，而因應設置在上述取樣電 

路部144j之電容器Csr所保持的電壓成分（源極線電壓
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VD ），生成以指定放大率放大的信號位準。

並串轉換電路部142（ 142j ）係如第27圖所示，具備有： 

將上述移位暫存器電路部1 4 1所輸出之邏輯信號（移位信號） 

Asoutj作反轉處理之反向器群INV1〜INV3 ；和將該邏輯信 

號Asoutj作非反轉處理的反向器群INV1、INV4〜INV6 ；及 

依據邏輯信號 ASoutj （非反轉信號及反轉信號）而進行開 

啓、關閉動作之類比開關SW2j ；且在低位準之邏輯信號 

Asoutj被供給的時脈，從上述源極隨動器電路部143j所輸

• 出的資料電壓係作爲讀取資料信號Vdata被輸出。

依具有此種構成之源極驅動器140,依據系統控制器150 

所供給的取樣信號（|）sr，經由第1列至最終列爲止的各源極 

線113，源極線電壓VD係被總括取出而暫時被保持，再依 

據移位暫存器電路部141所依序輸出的邏輯信號Asontj而 

變換成串列信號而作爲讀取資料信號Vdata被輸出。

其次，針對可在本適用例相關圖像處理裝置適用之源極 

驅動器的第2構成例加以說明。

• 第28圖係顯示可在本適用例相關圖像處理裝置適用之 

源極驅動器的第2構成例之槪略方塊圖。

第29圖係用以說明本構成例相關之源極驅動器的機能 

之電路槪念圖。

第30圖係顯示可在本構成例相關之源極驅動器適用的 

預充電電路部、並串轉換電路部、源極隨動器電路部及重置 

電路部之一例的電路構成圖。

在此，針對與上述第1構成例相關源極驅動器同等之構

(S)
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成係賦予同一符號並將其說明簡略化或省略。

如第28圖、第29圖所示，第2構成例相關之源極驅動 

器140B係具有如下之構成：具有與上述第1構成例相關之 

源極驅動器140 A同等構成之移位暫存器電路部141及預充 

電電路部（預充電控制部）145 ；具備開關群之並串轉換電 

路部（信號變換部）142，該開關群係在上述讀出期間，對 

應在各光感元件（讀取畫素）PS所蓄積之載體，把形成在 

各源極線113 （或寄生）之線電容（電壓保持部）所保持的

• 源極線電壓VD （資料電壓Vrd）以依據自移位暫存器電路 

部141依序輸出之移位信號（邏輯信號；時脈信號）ASoutl， 

ASout2, ... Asoutm的時脈作時間序列的取出而變換爲串列信 

號；具備將該串列信號放大爲指定之信號位準並作爲讀取資 

料信號Vdata輸出之放大器的源極隨動器電路部143 ；以及 

具備有把從並串轉換電路部1 42所輸出之上述串列信號的信 

號位準以指定的時脈作重置（初始化）的開關之重置電路部

14 6°

• 在此，移位暫存器電路部1 4 1係與在第1構成例相關源 

極驅動器140A中所示電路構成同等，所以將其說明省略。

又，有關預充電電路部145及並串轉換電路部142，對 

應於各源極線113，與第1構成例相關之源極驅動器140A 

中所示電路構成（參照第27圖）略相同，例如，可適用第 

30圖所示那樣的電路構成。又，有關源極隨動器電路部143 

及重置電路部146，例如，可把第3。圖所示之電路構成適用 

各具備一個的構成。亦即，第j列之源極線1 1 3所設置之預 
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充電電路部145 （ 145j ）係在高位準之預充電信號Wg （非反 

轉信號PCG及反轉信號PCGb ）被供給的時脈，類比開關 

SW5j係進行開啓動作而對源極線1 13輸出預充電脈衝（預 

充電電壓Vpg ）。

又，並串轉換電路部1 42 （ 142j ）係在從上述移位暫存

器電路部141供給有低位準的邏輯信號（移位信號）Asoutj

之時脈，利用反向器群IN VI〜IN V 3及反向器群INV1、INV7

使類比開關SW2j進行開啓動作，取出形成在各源極線1 13

• 之線電容Cln所蓄積的源極線電壓VD而對源極隨動器電路

部143輸出。

又，源極隨動器電路部143係如第30圖所示，與在第1

構成例相關源極驅動器140A中所示電路構成（參照第27 

圖）略相同，具有在高電位電壓 Vapd和低電位電壓 Vaps 

間將場效電晶體FETa及FETb作串接的電路構成，依據由 

移位暫存器電路部141供給之移位信號（邏輯信號）ASoutj， 

經由並串轉換電路部142（ 142j ）而按各源極線被依序讀出，

• 且將作爲串列信號被輸入的源極線電壓VD之信號位準以指 

定放大率放大而作爲讀取資料信號Vdata輸出。

又，重置電路部146係如第30圖所示，具備有類比開

關SW6,其被接續在用以從與各源極線113對應設置的並串

轉換電路部142 （ 142j ）依序對源極隨動器電路部143傳送

輸入源極線電壓VD之共通配線Lc，且依據系統控制器150 

所供給的重置信號Nst （非反轉信號 RST及反轉信號 

RSTb），以進行開啓、關閉動作，且在高位準之重置信號st 
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被供給的時脈，對共通配線Lc輸出重置電壓Vrst而將共通 

配線Lc的信號位準初始化。

依具有此種構成之源極驅動器140B，在上述讀出期間

後，把保持在形成於各源極線1 13的線電容CM之源極線電

壓VD （資料電壓Vrd），依據由移位暫存器電路部141依 

序輸出之移位信號（邏輯信號）的時脈，從第1列至最終列 

爲止，源極線電壓VD係被依序讀出而變換成串列信號，且 

經由單一的源極隨動器電路部143而作爲讀取資料信號 

. Vdata被輸出。

其次，針對本適用例相關之圖像處理裝置的元件構造， 

茲一邊參照上述各實施形態所示的電晶體陣列一邊作說明。

針對構成上述的本適用例相關的圖像處理裝置之光感

元件陣列11。及各驅動器電路（頂閘極驅動器120A、底閘 

極驅動器130、源極驅動器1 40）， 可良好地適用例如上述 

第3、第4實施形態所示的元件構造及製造方法。

亦即，在單一之絕緣性的基板SUB之一面側，於該基 

. 板SUB之略中央區域，將具有使用著非晶矽半導體層的雙 

閘型的薄膜電晶體構造之光感元件PS，如第18圖所示般地 

作矩陣狀複數配列而構成光感元件陣列110,在與該光感元 

件陣列110（光感元件PS ）的形成區域鄰接之周邊區域，將 

使用著低溫多晶矽半導體層的薄膜電晶體（上述之場效電晶 

體FETp及FETn），如第21圖〜第27圖所示般藉由接續成 

具有指定電路形態而使頂閘極驅動器120A、底閘極驅動器 

130、或源極驅動器140成爲與上述光感元件陣列110 一體
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的構成。

又，於此種光感元件PS及驅動器電路中，至少具有在 

構成上述驅動器電路的場效電晶體FETp及FETn所使用的 

多晶矽半導體層係相對於光感元件PS所使用的非晶矽半導 

體層，係設置在下層側（基板SUB側）之構成。

在此，光感元件（雙閘型光感元件）PS和構成各驅動 

器電路的薄膜電晶體爲如上述第3實施形態所示般，也可以 

爲在相互未共有電極形成層之下由獨立的製造程序所形 

• 成，如第4實施形態所示般，至少將一部分的導電層（例如， 

底閘極電極和閘極電極）設置在同一電極形成層，在同一製 

造程序同時地形成者也可以。

如此一來，在本適用例相關的圖像處理裝置，藉由適用 

以上述本發明相關的電晶體陣列之元件構造及製造方法，而 

可把構成光感元件陣列110的光感元件（雙閘型光感元件） 

PS和構成各驅動器電路的場效電晶體一體地形成在單一的 

絕緣性基板SUB上。

. 因此，即使是在把本適用例相關之圖像處理裝置適用於

在光感元件陣列上之檢測面直接載置著被攝體之指紋讀取  

裝置等之場合，藉由光感元件陣列及其周邊的驅動器電路 

之最上面係形成略平坦，使得被攝體與檢測面密接而可將該 

圖像良好地讀取、辨識，同時也可與光感元件陣列近接而將 

周邊電路一體地配置。依此，係可實現能將裝置規模小型化 

且將被攝體圖像良好地讀取之圖像處理裝置。

又，再依本實施形態相關之元件構造及製造方法，係至 

-66-
每



200541047

少把構成各驅動器電路的場效電晶體FETp、FETn所使用的 

低溫多晶矽半導體層配置在比構成光感元件PS的非晶矽半 

導體層還下層，且在上述各實施形態所示之一連串的製造程 

序中，在形成低溫多晶矽半導體層的工程之後，因爲適用形 

成非晶矽半導體層的工程，所以可良好地維持場效電晶體 

FETp、FETn及光感元件（雙閘型光感元件）PS之各元件特 

性，可實現動作特性優越的圖像處理裝置。

而且，在適用第4實施形態所示元件構造之場合，至少 

. 適用將構成各驅動器電路的場效電晶體FETp、FETn和光感 

元件PS之一部分的導電層（閘極電極和底閘極電極）設置 

在同一電極形成層（共有的層）之構成，所以可將此等導電 

層以同一工程同時地形成，可圖謀縮短製造程序和削減製造 

成本。

其次，針對此對此第1適用例相關之圖像處理裝置所適 

用的驅動控制方法，茲參照圖面作說明。

此種圖像處理裝置之驅動控制方法爲，基本上適用第19

• 圖所示的驅動控制方法，且對各行的光感元件PS群，將由 

重置動作-電荷蓄積動作及預充電動作-讀出動作所成的處 

理周期，依序以指定的時脈執行，且將此等一連串的動作處 

理按各行作反覆，依此係可將1畫面分之圖像資料（被攝體 

的2維圖像；例如，指紋圖案）作爲亮度資料而讀取。

在此，如同第19圖之時間圖所示那樣，由頂閘極驅動 

器120A所生成、輸出之重置脈衝©Ti、由源極驅動器14。所 

輸出之預充電脈衝©pg、以及由底閘極驅動器13。所生成、
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輸出的讀出脈衝©Bi之各自的電壓位準係例如設定爲具有如 

次的電壓範圍。重置脈衝電壓Vtg= + 15V〜-15V，預充電 

電壓 Vpg=0V〜+ 5V，讀出位準電壓 Vbg=0V〜+ 1OV ο亦 

即，在具有例如第8圖所示雙閘型的薄膜電晶體構造的光感 

元件PS中，於頂閘極電極TG與半導體層51之間形成由氮 

化矽膜等所構成的塊層54，而將半導體層51所蓄積的載體 

清除而將光感元件PS初始化（重置），所以有對頂閘極電 

極TGx施加電壓振幅比較大（例如，由高位準側+ 15V、低 

. 位準側-15V所構成之30V的電壓振幅）的重置脈衝＜j）Ti之

必要。因此，適用高耐壓之驅動器及高電壓的驅動電源等之 

措置係成爲必要。

於本適用例相關之圖像處理裝置中，如上述般，構成適 

用頂閘極驅動器120A、底閘極驅動器130及源極驅動器 

140A、140B之各電路部（類比開關、邏輯電路等）的場效 

電晶體係皆由使用著低溫多晶矽所成的半導體層之薄膜電  

晶體（以下，記載爲「低溫多晶矽薄膜電晶體」）所形成， 

• 此等之驅動器係具有一體形成於形成有光感元件陣列110的 

絕緣性之基板上的構成。

在此，低溫多晶矽薄膜電晶體係如同習知般，因爲導通 

電流比較大，電子遷移率比較大，所以可實現具有比較良好 

動作速度之驅動器，但是因爲絕緣耐壓比較低，所以重置脈 

衝©Ti在具有上述數十ν之電壓振幅的場合，具有不能承受 

其電壓自而產生元件破壊之可能性。

於是，於本實施形態中，經由適用以下所示驅動控制方 
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法，則即使是適用低溫多晶矽薄膜電晶體之驅動器，也可在 

不產生元件耐壓破壊等情形之下以較好的動作速度進行圖 

像讀取動作。

第31圖係顯示可適用本適用例相關之圖像處理裝置的 

驅動控制方法之一例的時間圖。

在此，在圖像處理裝置（光感元件陣列）之驅動控制方 

法方面，係與把由上述之「重置動作一電荷蓄積動作一預充 

電動作τ讀出動作」所構成之一連串的動作處理依各行而作

• 反覆的手法不同，首先茲針對有關按各行執行依序重置動 

作、之後對經過電荷蓄積期間的行之光感元件PS執行預充 

電動作之後、再執行讀出動作的驅動控制方法作說明。

如第31圖所示，可適用本實施形態之圖像處理裝置的 

驅動控制方法係，首先利用頂閘極驅動器1 20A而對各行的 

頂閘極線111施加依序掃描信號（重置脈衝）φΤΙ， 

φΤ2，...φΤη，同時配合該掃描信號©ΤΙ， φΤ2，...φΤη之施 

加期間（同步），利用底閘極驅動器1 30而對該行的底閘極

• 線1 12，依序施加掃描信號（重置脈衝）©Bl， φΒ2， ...φΒη 

而進行重置動作（重置期間Trst ）以將各行的光感元件PS 

群初始化（第1步驟）。亦即，對同一行的光感元件PS之 

頂閘極端子TG及底閘極端子BG，同時施加指定的掃描信號 

φΤί、φΒί。

在此，掃描信號8Τ1， φΤ2 ...φΤη係例如設定成高位 

準側之信號位準Vtgb爲0V，低位準側之信號位準Vtgl爲- 

15V。又，掃描信號φΒί » φΒ2 ...φΒη係設定爲，例如高位 

-69 -



200541047

準側之信號位準 Vbgh爲+ 10V，低位準側之信號位準Vbgl 

爲ον。

如此，於上述重置期間Trst，對光感元件PS同步施 

加高位準（OV ）之掃描信號©ΤΙ， φΤ2，...φΤη和高位準（+ 

1OV ）之掃描信號©Β1， ψΒ2 ...φΒη 依此，利用在光感元 

件PS之半導體層11、51誘起的電位差，與通常之載體的清 

掃動作（亦即，第19圖所示之重置動作）同等之作用係運 

作而實現重置動作。

. 其次，將掃描信號©ΤΙ， φΤ2 » ...φΤη »及掃描信號8Β1、

OB 2, t ·· φΒη依序同步地下降，且將重置期間Trst結束，依 

此，在各行，電荷蓄積期間Ta係起動且因應光感元件PS之 

由頂閘極電極TGx側入射的光量而在半導體層（通道區域） 

11、5 1產生載體（電洞）並被蓄積。在此，如第15圖所示， 

利用源極驅動器140（預充電電路部145）而與電荷蓄積期 

間Ta並行地依序施加預充電脈衝（|）pg，依此而起動預充電期 

間Tprch，對源極線1 13施加預充電電壓Vpg而執行在光感

• 元件PS的源極電極保持指定的電壓之預充電動作（第2步 

驟）。在此，預充電電壓Vpg係被設定爲例如，高位準側之 

信號位準Vpgh爲+ 5 V，低位準側之信號位準Vpgl爲0V。

接著，對電荷蓄積期間Ta及預充電期間Tprch既結束 

的光感元件PS，利用底閘極驅動器130對各行依序施加掃 

描信號（讀出脈衝）φΒ 1 » φΒ 2 » ... φΒ η，起動讀出期間Tread 

（第3步驟），在電荷蓄積期間Ta將與各光感元件PS之半 

導體層11，51所蓄積的載體（電洞）對應之源極線電壓VD
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（資料電壓Vrd）的變化，透過源極線113而讀出（第4步 

驟）。在此，掃描信號（讀出脈衝）忡1， φΒ2 ...φΒη係 

與上述重置動作中所施加的掃描信號（重置脈衝）同樣，而 

被設定爲例如，高位準側之信號位準Vbgb爲+ 10V、而低 

位準側之信號位準Vbgl爲OV。

此外， 對應被攝體的明暗圖案之亮度資料（明暗資訊） 

的檢測方法係與上述基本的驅動控制方法（參照第19圖） 

同樣，例如，經由檢測各源極線電壓 VD （資料電壓 Vrd） 

. 的讀出期間Tread經過後之電壓値，則對光感元件PS入射 

的光量係被換算成亮度資料（亦即，讀取資料信號Vdata ）。

如此一來，依可適用在本實施形態相關之圖像處理裝置 

的驅動控制方法，經由在重置期間Trst，對頂閘極端子TG 

及底閘極端子BG各自同步施加脈衝電壓（掃描信號8Ti及 

8Bi，特別是利用掃描信號8Bi的正偏電壓以在光感元件PS 

之半導體層11、51感應指定電位差，可實現與上述基本的 

驅動控制方法（參照第19圖）之重置動作中的載體清除動

• 作同等作用。

因此，將施加至頂閘極端子TG之脈衝電壓（重置脈衝 

電壓 Vtg ）的信號位準減低（例如，+ 15Vr0V ）而使得電 

壓振幅與上述基本的驅動控制方法（參照第19圖）相較之 

下爲較縮小（例如，30V-15V ）且可實現良好的重置動作， 

所以即使是在將光感元件陣列1 1 0的周邊電路（特別是頂閘 

極驅動器120 A ）構成爲適用在低溫多晶矽薄膜電晶體等之 

絕緣耐壓爲較低的機能元件之場合，也可在不發生元件耐壓 
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破壊等 情況之下以比 較良好 的動作 速度執 行圖像讀取動 

作。且可使驅動器的驅動電源低電壓化。

依此，係可將構成圖像處理裝置的光感元件陣列及周邊

電路（各驅動器）一體形成於單一的絕緣性基板上，且可省 

略用以防止耐壓破壊之保護電路等等，如同指紋讀取裝置， 

即使是 在光感元件陣 列上的 檢測面 直接載 置被攝體的場 

合，也可將該檢測面（光感元件陣列）及其周邊電路予以平 

坦化，可防止像以往技術中驅動器晶片等之突出，且可良好 

• 地讀取、辨識被攝體圖像，同時能近接光感元件陣列而將周

邊電路一體配置，所以可將圖像處理裝置之電路構成及配線 

接續構造簡單化以圖謀小型化及削減製品成本。

又，因爲在單一的絕緣性基板上將光感元件陣列及周邊

電路一體地形成，所以在不需要另外準備對應光感元件陣列 

之規格特性的專用驅動器晶片之下，可削減零件件數及製造 

程序，同時可容易且精度佳地執行圖像處理裝置之機能檢 

查。再者，因爲高電壓脈衝不對光感元件直接施加，所以可 

. 抑制光感元件之元件特性劣化及配線間之絕緣不良的發 

生，可提供可靠性更高的圖像處理裝置。

此外，於本實施形態中，係顯示在重置期間，與施加至 

底閘極端子的掃描信號同步地對頂閘極端子施加掃描信號 

之手法，但是本發明不局限於此，總之，在對重置期間內之 

頂閘極 端子施加掃描信號的期間中，若爲對底閘極端子施加 

掃描信號（偏電壓）的話，則可獲得同樣的重置動作之效果。 

此時，與施加至頂閘極端子的掃描信號之脈衝寬相較之下， 
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施 加至底 閘極端子的掃 描信號之脈衝 寬越狹 窄則被 施加至 

上述頂 閘極端 子的掃 描信號 之電壓 振幅的 減低效 果越降 

低，所以施加至頂閘極端子與底閘極端子之掃描信號的脈衝 

寬係相等者較好。

〈第2適用例〉

其次，針對本發明相關之電晶體陣列的第2適用例，茲

參照圖面作具體的說明。

第32圖係顯示將本發明相關的電晶體陣列適用在圖像

• 處理裝置之場合的第2例之槪略全體構成圖。

在此，針對與上述第1適用例同等的構成係賦予同一或

同等之符號而將其說明簡略化或省略。

於上述第1適用例中，係針對在將具有雙閘型的薄膜電

晶體構造的光感元件作2維配列的光感元件陣列之周邊區域 

所形成之驅動器電路（頂閘極驅動器、底閘極驅動器、源極 

驅動器）係由低溫多晶矽薄膜電晶體所構成，且使用可適用 

具有該構成的圖像處理裝置之特有驅動控制方法的場合作

• 說明，但於第2適用例中，光感元件陣列之周邊區域所形成

的頂閘極驅動器之特徵爲至少具備適用使用著由非晶矽所 

成的半導體層之場效電晶體（非晶矽薄膜電晶體）而構成的 

輸出部（後述之位準移位電路部）。依此，在本適用例相關 

的圖像處理裝置中，可將上述基本的驅動控制方法（參照第 

1 9圖）照其原樣加以利用而使圖像讀取動作實行。

亦即，如第32圖所示，本適用例相關之圖像處理裝置

100B之構成爲具有：具有與上述第1適用例同樣構成（參 

-73-



200541047

照第1 8圖）之光感元件陣列1 1 0 ；底閘極驅動器（第2掃描 

驅動手段）1 3 0 ；源極驅動器（信號驅動手段）140；系統控 

制器150 ；以及具備有與頂閘極線111直接接續，且爲由非 

晶矽薄膜電晶體所構成之位準移位電路部1 23的頂閘極驅動 

器（第1掃描驅動電路）120B。

此外，本適用例也與第1適用例同樣，在單一的玻璃基 

板等之絕緣性基板 SUB的一面側，上述光感元件陣列110 

及頂閘極驅動器120B、底閘極驅動器130、源極驅動器140

• 係具有上述那樣實施形態所示的元件構造而一體地形成。

亦即，配列在光感元件陣列110之光感元件PS係具有 

使用著非晶矽半導體層之雙閘型的薄膜電晶體構造，一方 

面，底閘極驅動器130、源極驅動器140之各驅動器電路係 

由低溫多晶矽薄膜電晶體所構成，又，頂閘極驅動器120B 

係至少具備由非晶矽薄膜電晶體所構成的位準移位電路部 

123之構造。此外，頂閘極驅動器120B之位準移位電路部 

123以外的電路部也可以是由低溫多晶矽薄膜電晶體所構成

• 者，又，也可以是包含有低溫多晶矽薄膜電晶體及非晶矽薄 

膜電晶體而構成者。

以下，針對本適用例特有構成之頂閘極驅動器來作具體 

說明。

第33圖係顯示可適用本適用例相關之圖像處理裝置的 

頂閘極驅動器之一構成例的槪略方塊圖。

第34圖顯示可適用本構成例相關之頂閘極驅動器的輸

出緩衝部及位準移位電路部之一例的電路構成圖。
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在此，針對與上述第1適用例同等的構成，係賦予同一 

或同等的符號且將其說明簡略化或省略。

如第33圖所示，頂閘極驅動器120B之構成爲具備：具 

有與上述第1適用例同等電路構成（參照第22圖）之移位 

暫存器電路部121 ；將該移位暫存器電路部121所依序輸出 

之移位信號（邏輯信號；時脈信號）放大成指定信號位準之 

作爲前段放大手段的輸出緩衝部（輸出電路部）122 ；將該 

輸出緩衝部122所輸出的放大信號變換成具指定電壓振幅的

• 信號（信號放大，位準移位）而作爲掃描信號（重置脈衝） 

d ） ΤΙ， φΤ2， ...φΤη對各頂閘極線1 1 1施加之作爲後段放 

大手段之位準移位電路部（輸出電路部）123。

在此，移位暫存器電路部121係等同於第1適用例所示 

之電路構成，所以將其說明省略。又，輸出緩衝部1 22（ 1 22i） 

係如第34圖所示，爲具備有對應各行的頂閘極線1 1 1而將 

上述移位暫存器電路部121所輸出的邏輯信號（移位信號）

Souti作非反轉處理之反向器群INV21、INV22 ；及將該邏輯

• 信號Souti作反轉處理之反向器群INV21〜INV23 ；且以供 

給低位準的邏輯信號Souti之時脈，生成該邏輯信號Souti 

之成爲非反轉信號的放大信號AMS與邏輯信號Souti之成爲 

反轉信號的放大信號AMSb而對位準移位電路部123輸出。

又，位準移位電路部1 23（ 1 23i）之構成如第34圖所示， 

爲具備：與各行的頂閘極線（掃描線）111而電流路（源極· 

汲極端子）被接續到高電位電壓（第1電源電壓）Vapd與 

接點N3 1之間，且控制端子（閘極端子）被施加有成爲邏輯 
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信號Souti的非反轉信號之放大信號AMS （第2輸入信號）

的η通道型之場效電晶體（薄膜電晶體）Tr31 :電流路被接

續到接點N31與低電位電壓（第2電源電壓）Vaps之間， 

且控制端子被施加有成爲邏輯信號Souti的反轉信號之放大 

信號AMSb（第1輸入信號）的η通道型之場效電晶體Tr32 ； 

電流路被接續到被施加有放大信號AMSb的接點（場效電晶 

體Tr32之控制端子）與接點N32之，且控制端子被施加高 

電位電壓Vapd的η通道型之場效電晶體Tr35 :電流路被接

. 續到高電位電壓Vapd與接點N33 （輸出接點）之間，且控 

制端子被接續到接點N32之η通道型之場效電晶體Tr33 ； 

以及電流路被接續在接點N33與低電位電壓Vaps之間，且 

控制端子被接續到接點N3 1之η通道型之場效電晶體Tr34o 

在此，於接點N32與接點N33之間，場效電晶體Tr33之閘 

極·源極間形成有圖示省略之寄生電容（電容元件）。

亦即，在本實施形態相關的位準移位電路部123i中，

場效電晶體Tr3 1及Tr32係串接於高電位電壓Vapd與低電

• 位電壓Vaps之間，且構成由輸出緩衝部122i對場效電晶體

Tr31施加放大信號AMS，同時對場效電晶體Tr32施加放大 

信號AMS之反轉信號的放大信號AMSb般所構成的輸入段 

的反向電路，場效電晶體Tr33及Tr34係串接於高電位電壓

Vapd與低電位電壓 Vaps之間，且構成對場效電晶體Tr33 

施加接點N32電位，且同時對場效電晶體Tr34施加接點31 

的電位（屬輸入段的反向電路之輸出電位且成爲放大信號

AMSb之反轉信號的第3輸入信號；如同後述，成爲與接點
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N32之電位略逆相）般所構成的輸出段的反向電路。

在此，各場效電晶體Tr31〜Tr35皆爲非晶矽薄膜電晶 

體。

其次，針對具有上述電路構成之頂閘極驅動器的位準移 

位電路部之動作作說明。

第35圖係顯示本構成例相關之位準移位電路部的各端 

子及接點中之信號電壓的變化之模擬結果。

在此，針對上述頂閘極驅動器120B，至少，在供給至

• 位準移位電路部123之電源電壓方面，係設定爲高電位電壓

Vapd爲+ 15V、低電位電壓Vaps爲—18V，且將從輸出緩衝 

部1 22 （ 1 22i ）輸入之具有0〜15V的電壓振幅（第1電壓振 

幅）的放大信號AMS、AMSb，經由上述位準移位電路部123

（123i）以變換成具有—15〜+ 15V的電壓振幅（第2電壓 

振幅）之信號而作爲掃描信號（重置脈衝）©Ti再對第i行 

之頂閘極線111施加的場合作說明。

首先在第33圖、第34圖所示的頂閘極驅動器12 0B中，

• 當自移位暫存器電路部121對輸出緩衝部122i供給作爲移 

位信號之低位準的邏輯信號Souti時，低位準（=0V）的 

放大信號AMS及高位準（=+ 15V ）的放大信號AMSb係被 

輸入位準移位電路部123i之輸入段的反向電路，而場效電 

晶體Tr32係執行導通動作，而場效電晶體Tr31係執行截止 

動作。依此，如第35圖所示，接點N31的電位Vn31係成 

爲比低電位電壓 Vaps （ = — 18V ）高了僅場效電晶體 Tr32 

之導通阻抗（ON阻抗）量的電壓者，但係被設定成具有夠
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低的信號電壓（大槪-1 3 V ）之低位準。

一方面，當自移位暫存器電路部1 2 1供給作爲移位信號

的高位準之邏輯信號Souti時，則高位準（=+ 15V ）的放

大信號AMS及低位準（=0V ）的放大信號AMSb被輸入位 

準移位電路部123i的輸入段之反向電路，而場效電晶體Tr31 

係執行導通動作，且場效電晶體Tr32執行截止動作。依此， 

接點N31的 Vn3 1係被設定成具有比電位電壓 Vapd （ = + 

15V ）僅低了場效型電晶體Tr31之導通阻抗量的電壓之高位

• 準。在此，場效電晶體所適用之非晶矽薄膜電晶體的電路特 

性上，高電位電壓Vapd側所接續的場效電晶體Tr31之導通 

阻抗比較大，設定成小係有困難，所以雖然接點 N31電位

Vn31爲高位準，但是如第35圖所示，只能獲得大槪+ 3〜 

+ 4V左右之極低的電壓。

其次，於輸出段的反向電路，在上述輸入段的反向電路 

之輸出電壓（接點 N31之電位 Vn31 ）爲高位準（大槪+ 3 

〜+ 4V ）時，場效電晶體Tr34係執行導通動作，接點N33

• （頂閘極線1 1 1 ）之電位係設定爲比低電位電壓Vaps （=— 

18V）還高了場效電晶體Tr34的導通阻抗量的電壓之期望的 

信號位準（所期望的電壓振幅-15〜+ 15V之下限側電壓- 

1 5 V ；低位準）。

在此，在輸出段的反向電路中，場效電晶體Tr33的閘 

極端子（接點N 3 2 ）係依高電位電壓Vapd （ = + 1 5 V ）而透 

過總是處在導通狀態之場效電晶體Tr35被施加有放大信號 

AMSb，所以接點N31的電位Vn31係在成爲高位準之時脈（放 
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大信號AMSb成爲低位準之時脈），如第35圖所示，接點 

N32的電位Vn32大槪被設定成0V的低位準。依此，在接點

N32與N33間所產生的電位差係作爲電壓成分而被保持在場 

效電晶體Tr33之閘極■源極間的寄生電容。此外，被保持在 

寄生電容之電荷移動係因場效電晶體Tr35的導通阻抗而受 

妨礙，所以與上述電位差對應的電壓成分被良好地保持在寄 

生電容。

一方面，在上述輸入段的反向電路之輸出電壓（接點

• N31的電位Vn31 ）爲低位準（大槪—13V）時，場效電晶體 

Tr34係執行截止動作，同時場效電晶體Tr33之閘極端子（接 

點N32 ）被施加高位準（+ 15V）的放大信號AMSb，依此， 

場效電晶體Tr33係執行導通動作，接點N33（頂閘極線111 ） 

的電位係被施加僅比高電位電壓Vapd （ = + 15V ）低了場效 

電晶體Tr33的導通阻抗量之低電壓。

在此，在場效電晶體Tr33的閘極端子（接點Ν32）， 

伴隨著接點Ν33之電位上昇，如第35圖所示，該接點Ν33

• 的電位係生成加上有與上述寄生電容所保持的電壓成分相 

當的電位差之電壓（大槪25〜27V）（自舉現象），且以場 

效電晶體Tr33在略飽和狀態執行導通動作，所以接點N33

（頂閘極線111）的電位係可獲得略近似於高電位電壓Vapd 

（= + 15V）之夠高的信號位準（亦即，與期望之電壓振幅 

一15〜+ 15V的上限側電壓近似的+ 13〜+ 14V ；高位準）。

如此，在本構成例相關之頂閘極驅動器1 20B所適用的 

位準移位電路部1 23中，構成有2段的反向電路，將施加到 
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輸出段的反向電路之一方的信號位準（高位準）利用自舉電 

路部（在場效電晶體Tr35、場效電晶體Tr33的閘極■源極間 

所形成的寄生電容）作昇壓，依此，即使是在輸入段的反向 

電路所輸出的高位準側之信號位準爲低的場合，也可使輸出 

段的反向電路所輸出之高位準側的信號位準充夠高。

此外，於本構成例中，以設置在頂閘極驅動器120B之 

位準移位電路部123的自舉電路部之構成而言，係針對適用 

於場效電晶體Tr33之閘極■源極間形成的寄生電容之場合

■ （參照第34圖）所作的說明，但是本發明不受此所限定， 

也可以是在上述閘極■源極間（接點N32與接點N33之間） 

除了上述寄生電容，再接續有任意之電容元件（電容器）的 

構成者。又，作爲位準移位電路部123，係僅針對適用η通 

道型之場效電晶體的場合作說明，但本發明不受此所限定， 

也可以是適用Ρ通道型之場效電晶體而構成者。

其次，針對本適用例相關之圖像處理裝置的元件構造， 

茲一邊參照上述各實施形態所示的電晶體陣列一邊作說明。

• 針對構成上述那樣的本適用例相關圖像處理裝置的光

感元件陣列110及各驅動器電路（頂閘極驅動器120Β ＞底 

閘極驅動器130、源極驅動器140），例如，可良好地適用 

上述第5實施形態或第6實施形態所示那樣的元件構造及製 

造方法。

亦即，與上述第1適用例同樣地，爲在單一之絕緣性的 

基板SUB之一面側，且在該基板SUB之略中央區域，將具 

有使用著非晶矽半導體層的雙閘型的薄膜電晶體構造之光 
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感元件PS作矩陣狀複數配列而構成光感元件陣列110，在 

與該光感元件陣列110（光感元件PS ）鄰接之周邊區域，將 

使用著低溫多晶矽半導體層的薄膜電晶體（上述場效電晶體 

FETp及FETn），以如第21圖〜第29圖所示般地接續成具 

有指定電路形態般而形成底閘極驅動器130或源極驅動器 

140。

又，於本適用例中，特別是在與上述光感元件陣列110 

鄰接的周邊區域，將使用著非晶矽半導體層的薄膜電晶體

■ （上述之場效電晶體FETx）以如第33圖、第34圖所示般 

地具有指定電路形態般地作接續而形成頂閘極驅動器120B 

之位準移位電路部123，再者，在與該位準移位電路部123 

鄰接之區域，將使用著低溫多晶矽半導體層的薄膜電晶體 

（上述之場效電晶體FETp及FETn）以如第22圖、第33圖、 

及第34圖所示般以具有指定電路形態那樣地作接續，以構 

成頂閘極驅動器120B之移位暫存器電路部121及輸出緩衝 

部122。然後，此等光感元件陣列110及各驅動器電路係在

• 上述基板SUB ± 一體地形成。

又，於此種光感元件PS及驅動器電路中，至少在上述 

驅動器電路（除了頂閘極驅動器120B之位準移位電路部 

123）之場效電晶體FETp及FETn所使用的多晶矽半導體層 

其相對於在光感元件PS及頂閘極驅動器120B的位準移位電 

路部123所使用的非晶矽半導體層爲設置在下層側（基板 

SUB側）之構成。

在此，用以構成光感元件PS及頂閘極驅動器120B的位 
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準移位電路部123、和各驅動器電路（除了頂閘極驅動器 

120B的位準移位電路部123 ）的薄膜電晶體，也可以是如上 

述之第5實施形態所示般，在相互未共有導電體層之下利用 

獨立的製造程序而形成者，也可以是如第6實施形態所示 

般，將至少一部分的導電層（例如，光感元件PS之底閘極 

電極BGx及位準移位電路部123所適用之場效電晶體FETx 

的閘極電極Gx、和除了位準移位電路部123之各驅動器電 

路所適用的場效電晶體FETp、FETn之閘極電極Gp、Gn ）

• 設置在同一導體層，並在同一製造程序同時地形成者。

如此，經由在本適用例相關的圖像處理裝置上適用上述 

本發明相關之電晶體陣列的元件構造及製造方法，而可與第 

1適用例同樣地，良好地維持光感元件陣列及驅動器電路 

之動作特性，且可良好地讀取被攝體圖像，同時可實現能圖 

謀裝置規模之小型化、且削減零件件數及製造程序之圖像處 

理裝置。

又，頂閘極驅動器120B的輸出部係至少具有適用使用

• 有非晶矽半導體層之場效電晶體（非晶矽薄膜電晶體）而構 

成之位準移位電路部123，依此、於適用使用有多晶矽半導 

體層的場效電晶體（多晶矽薄膜電晶體）而構成之移位暫存 

器電路部121及輸出緩衝部122中，多晶矽薄膜電晶體之導 

通電流係比較大，且電子遷移率比較大，因而可將信號生成 

動作比較迅速地執行，一方面，在輸出部之位準移位電路部 

123中，因爲適用具有比較高耐壓特性的非晶矽薄膜電晶 

體，所以可良好地生成具有比較大電壓振幅的掃描信號（具 
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有上述那樣數+V的電壓振幅之重置脈衝φ Ti ）。依此，可 

在不產生元件破壊之下良好地生成將頂閘極驅動器120B全 

體之適度動作速度實現且具有適切電壓範圍之掃描信號，因 

爲可對頂閘極線1 1 1施加，所以使上述基本的驅動控制方法 

（參照第19圖）照其原樣適用，可提供獲得動作特性良好 

且可靠性高的圖像處理裝置。

如同以上，於上述各適用例中，係針對具備有將使用著 

非晶矽半導體層的雙閘型光感元件作二維配列的光感元件 

陣列、和適用在僅由使用低溫多晶矽半導體層的場效電晶體 

所成的驅動器電路，或者，僅把輸出部適用使用有非晶矽半 

導體層的場效電晶體之驅動器電路，且此等爲一體形成在單 

一的基板上之圖像處理裝置作說明，但是本發明相關之電晶 

體陣列並不受限於適用此種圖像處理裝置。

總之，若具有上述各實施形態所示之非晶矽半導體層與 

低溫多晶矽半導體層混合存在的元件構造，且配列使用著非 

晶矽半導體層的畫素之畫素陣列（也可以是特定的負荷）、 

以及對該畫素陣列生成、輸出（施加）指定驅動信號之驅動 

器電路係在單一的基板上一體形成者，則可良好適用本發 

明，例如，也可以在具備有把包含有液晶電容或有機EL元 

件等發光元件之習知的顯示畫素（具體言之，由液晶電容和 

畫素電晶體所構成之液晶畫素、及由有機EL元件和畫素驅 

動電路所構成之顯示畫素等）作2維配列的畫素陣列，及將 

該畫素陣列之各顯示畫素設定成選擇狀態以對該顯示畫素 

供給指定階調信號以顯示期望的圖像資訊般作控制的驅動 
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器電路（掃描驅動器及資料驅動器、電源驅動器等）之習知 

的圖像顯示裝置（圖像處理裝置）上適用本發明相關之電晶 

體陣列者。

【圖面之簡單說明】

第ί圖係顯示有關本發明之電晶體陣列的元件構造之第 

ί實施形態的槪略斷面圖。

第2A〜D圖、第3A〜D圖及第4A〜C圖係顯示有關具 

有本實施形態之元件構造的電晶體陣列之製造方法的過程

■ 斷面圖。

第5圖係顯示有關本發明之電晶體陣列的元件構造之第 

2實施形態的槪略斷面圖。

第6A〜D圖、第7A、B圖係顯示有關具有本實施形態 

之元件構造的電晶體陣列之製造方法的過程斷面圖。

第8圖係顯示有關本發明之電晶體陣列的元件構造之第 

3實施形態的槪略斷面圖。

第9A〜C圖係顯示有關具有本實施形態之元件構造的 

• 電晶體陣列之製造方法的過程斷面圖。

第10圖係顯示有關本發明之電晶體陣列的元件構造之 

第4實施形態的槪略斷面圖。

第11A〜D圖係顯示有關具有本實施形態之元件構造的 

電晶體陣列之製造方法的過程斷面圖。

第12圖係顯示有關本發明之電晶體陣列的元件構造之 

第5實施形態的槪略斷面圖。

第13A〜D圖係顯示有關具有本實施形態之元件構造的
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電晶體陣列之製造方法的過程斷面圖。

第14圖係顯示有關本發明之電晶體陣列的元件構造之 

第6實施形態的槪略斷面圖。

第15A〜C圖、第16A、B圖係顯示有關本元件構造之 

圖像處理裝置的製造方法之過程斷面圖。

第17圖係顯示可適用本發明相關電晶體陣列之層間接 

續配線的一構成例的槪略斷面圖。

第18圖係顯示將本發明相關的電晶體陣列適用在圖像

• 處理裝置之場合的第1例之槪略全體構成圖。

第19圖係顯示上述光感元件陣列中之基本的驅動控制 

方法之時間圖。

第20圖係將本適用例相關的圖像處理裝置適用在指紋 

讀取裝置之場合的要部斷面圖。

第21圖係顯示可適用在本適用例相關的圖像處理裝置 

之頂閘極(top-gate)驅動器或底閘極(bottom-gate)驅動器的 

一構成例之槪略方塊圖。

• 第22圖係顯示可適用在本構成例相關之頂閘極驅動器 

或底閘極驅動器之移位暫存器(shift register)電路部的一 

例之電路構成圖。

第23A〜D圖係適用在本構成例相關之移位暫存器電路 

部及輸出緩衝部的邏輯元件之電路構成圖。

第24圖係顯示可適用在本適用例相關之圖像處理裝置 

的源極驅動器(source driver )的第1構成例之槪略方塊圖。

第25圖係用以說明本構成例相關之源極驅動器的機能
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之電路槪念圖。

第26圖係顯示可適用本構成例相關的源極驅動器之移 

位暫存器電路部的一例之電路構成圖。

第27圖係顯示可適用在本構成例相關之源極驅動器的 

預充電(precharge )電路部、取樣電路部、源極隨動器(source 

follower )電路部及並串轉換(paralLE 1 /serial conversion ) 

電路部的一例之電路構成圖。

第28圖係顯示可適用在本適用例相關的圖像處理裝置

■ 之源極驅動器的第2構成例之槪略方塊圖。

第29圖係用以說明本構成例相關之源極驅動器的機能 

之電路槪念圖。

第30圖係顯示可適用在本構成例相關之源極驅動器的 

預充電電路部、並串轉換電路部、源極隨動器電路部及重置 

電路部的一例之電路構成圖。

第31圖係顯示可適用在本適用例相關之圖像處理裝置 

的驅動控制方法之一例的時間圖 。

• 第32圖係顯示將本發明相關之電晶體陣列適用在圖像

處理裝置之場合的第2例之槪略全體構成圖。

第33圖係顯示可適用在本適用例相關之圖像處理裝置 

的頂閘極驅動器之一構成例的槪略方塊圖。

第34圖係顯示可適用在本構成例相關之頂閘極驅動器 

的輸出緩衝部及位準移位電路部之一例的電路構成圖。

第35圖係顯示本構成例相關之位準移位電路部的各端 

子及接點中之信號電壓的變化之模擬結果。
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【元件符號說明】

11、21p、21n > 22n、23η …半導體層

1 2 ...源極電極

1 3 ...汲極電極

14...塊絕緣膜

17、18、22ρ、23η、57、58.••不純物層

21ρ、21η > 51 .・.半導體層

24ρ、24η・・・電極層

, 31〜37、43~ 46・・·絕緣層

35、41...氮化矽膜

42.・.氧化矽膜

4 3…絕緣膜

Gp、Gn・・.閘極電極

SUB...基板

11a、21a...非晶矽膜

21b…多晶矽膜

. 2 2 p a ... ρ + 矽層

2 3 n a ... η - 層

22na...n +矽層

24p、24n.・·電極配線

Gp、Gn・..閘極電極

PS...光感元件

BGx…底閘極電極

FETpp…通道型場效電晶體
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FETnn…通道型場效電晶體

φΒί...掃描信號

130.. ・底閘極驅動器

113.. .源極線

1 10 .・・光感元件陣列

（j）tg、φbg、（|）Pg..・控制信號

120A…頂閘極驅動器

121.. .移位暫存器電路部

• 122..·輸出緩衝部

130.••底閘極驅動器

140.・.源極驅動器

150.. ·系統控制器

STtb…起動信號

CK，CKb.・·參考時鐘信號

Oetb…致能信號

8Ti..·重置脈衝

• 8Bi・..讀出脈衝
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五、 中文發明摘要：

一種基板上設置有複數個電晶體之電晶體陣列及使用 

有電晶體陣列之圖像處理裝置，該圖像處理裝置具備有：形 

成在前述基板上之使用由多晶矽所成的第1半導體層而形成 

之複數個多晶矽薄膜電晶體；機能元件，具有使用由設置在 

較前述第1半導體層還上層側之非晶矽所成的第2半導體層 

而形成之複數個非晶矽薄膜電晶體構造。在此，前述多晶矽 

薄膜電晶體及前述機能元件係具有由導電體層所成之複數 

) 個電極層，例如，前述機能元件之至少任一個前述電極層係 

設置在與前述多晶矽薄膜電晶體之任一前述電極層相同的 

層上。

六、 英文發明摘要：

A substrate having a transistor array with plurality of transistors and an 

image processing device which employs transistor array， the said image 

processing device is equipped with : a plurality of polysilicon film 

transistors which are arranged on the said substrate» the said polysilicon film 
' transistors are formed by the first semiconductor layer constituted by the 

polysilicon ； a functional device having the constitution of amorphous silicon 

film transistors formed by the second semiconductor layer constituted by the 

amorphous silicon， the said second semiconductor layer is arranged on the 

upper layer of the first semiconductor layer. The aforementioned polysilicon 

film transistor and functional device have the plurality of electrode layers 

constituted by conductor layers， for example， at least any one of the 

electrode layers of the said functional device is arranged on the same layer of 

the electrode layer of said poysilicon film transistors.
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十、申請專利範圍：

1 ·一種電晶體陣列，其係在單一之絕緣性的基板上設置有複 

數個電晶體，

前述電晶體陣列係至少具備：形成在前述基板上之使用 

有多晶矽所成的第1半導體層而形成之複數個多晶矽薄膜 

電晶體；和形成在前述基板上之具有使用有非晶矽所成的 

第2半導體層而形成之複數個非晶矽薄膜電晶體構造的機 

能元件，且前述第2半導體層係以前述基板爲基準而設置 

, 在比前述第1半導體層更上層側。

2. 如申請專利範圍第1項之電晶體陣列，其中

前述多晶矽薄膜電晶體，及前述機能元件係各自具有由 

導電體層所構成之複數個電極層，前述機能元件之至少任 

一個前述電極層係與前述多晶矽薄膜電晶體之任一個前 

述電極層設置在相同層。

3. 如申請專利範圍第1項之電晶體陣列，其中

至少具有用以將前述複數個多晶矽薄膜電晶體彼此、前

• 述複數個機能元件彼此、以及將前述複數個多晶矽薄膜電 

晶體與前述複數個機能元件彼此加以接續之由複數個導 

電體層所構成之複數條層間接續配線，

該複數條層間接續配線係至少具備1個共通的導電體 

層。

4. 如申請專利範圍第1項之電晶體陣列，其中

具備有：在前述基板上之指定區域以2維配列著由前述 

機能元件所構成之複數個畫素的畫素陣列；及形成在與前 
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述畫素陣列鄰接的周邊區域，且至少形成具有前述多晶矽 

薄膜電晶體而使前述各畫素動作之驅動器電路。

5.如申請專利範圍第4項之電晶體陣列，其中

前述驅動器電路至少具備有生成具有指定信號位準之 

驅動控制信號以對前述畫素輸出之輸出電路部，前述輸出 

電路部分係僅包含前述非晶矽薄膜電晶體而構成 。

6・如申請專利範圍第4項之電晶體陣列，其中

前述驅動器電路至少具備有生成具有指定信號位準之

• 驅動控制信號以對前述畫素輸出之輸出電路部 ，

前述輸出電路部之構成爲至少具有：

輸入段的反向電路，被個別地輸入具有第1電壓振幅的 

第1輸入信號、及成爲前述第1輸入信號的反轉信號之第 

2輸入信號，而生成成爲前述第1輸入信號的反轉信號之 

第3輸入信號；

輸出段的反向電路，被個別地輸入依據前述第1輸入信 

號之信號電壓、及前述第3輸入信號，而生成具有比前述

• 第1電壓振幅還大的第2電壓振幅之輸出信號；

自舉電路部，將前述第1輸入信號及前述輸出信號的電 

位差作爲電壓成分而加以保持，且將輸入至前述輸出段的 

反向電路之前述信號電壓予以昇壓；且

至少前述輸入段的反向電路、前述輸出段的反向電路、 

及前述自舉電路部係僅包含具有單一的通道極性的前述 

非晶矽薄膜電晶體。

7.如申請專利範圍第4項之電晶體陣列，其中
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前述複數個畫素各自具有具備著挾著由前述第2半導體 

層所構成的通道區域而形成之源極電極及汲極電極、和在 

前述通道區域之上方及下方隔著各個絕緣膜而形成之第1 

閘極電極及第2閘極電極的雙閘型薄膜電晶體構造之光感 

元件，

前述驅動器電路至少具備具有對前述第1閘極電極施加 

用以將前述光感元件初始化的重置脈衝之輸出電路部的 

第1掃描驅動電路，前述輸出電路部係僅包含前述非晶矽 

薄膜電晶體所構成。

8. 如申請專利範圍第7項之電晶體陣列，其中

前述驅動器電路更具備有對前述第2閘極電極施加讀出 

脈衝之第2掃描驅動電路，

前述第2掃描驅動電路係僅包含前述多晶矽薄膜電晶體 

而構成。

9. 一種形成在單一之絕緣性的基板上的電晶體陣列，係至少 

具備包含有，使用由多晶矽所構成的第1半導體層之多晶 

矽薄膜電晶體、及使用有由非晶矽所構成的第2半導體層 

之非晶矽薄膜電晶體所構成之驅動器電路。

10.如申請專利範圍第 9項之電晶體陣列，其中

前述第2半導體層係以前述基板爲基準而設置在比前述 

第1半導體層還上層側。

1 1 .如申請專利範圍第9項之電晶體陣列，其中

前述多晶矽薄膜電晶體及前述非晶矽薄膜電晶體係各自 

具有由導電體層所構成之複數個電極層，
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前述非晶矽薄膜電晶體之至少任一個前述電極層係與前 

述多晶矽薄膜電晶體之任一個前述電極層設置在相同層。

12. 如申請專利範圍第9項之電晶體陣列，其中

前述基板上更設置有以2維方式配列複數個畫素之畫素 

陣列，

前述驅動器電路係使前述各畫素以期望的驅動狀態動 

作。

13. 如申請專利範圍第12項之電晶體陣列，其中

前述驅動器電路至少具備有生成具有指定信號位準的 

驅動控制信號以對前述畫素作輸出的輸出電路部 ，

前述輸出電路部係具有生成前述驅動控制信號之電路 

部分，

該電路部分係僅包含前述非晶矽薄膜電晶體而構成。

14. 如申請專利範圍第13之電晶體陣列，其中

前述電路部分係位準移位電路。

15. 一種形成在單一之絕緣性的基板上之電晶體陣列，係至少 

具備驅動器電路，該驅動器電路具備使用有由非晶矽所構 

成的半導體層之僅包含具有單一的通道極性的非晶矽薄 

膜電晶體而構成，且用以生成具有指定信號位準的信號之 

位準移位電路，

前述位準移位電路係至少具有：

輸入段的反向電路，被個別地輸入具有第1電壓振幅的 

第1輸入信號、及成爲前述第1輸入信號的反轉信號之第 

2輸入信號，而生成成爲前述第1輸入信號的反轉信號之 
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第3輸入信號；

輸出段的反向電路，被個別地輸入依據前述第1輸入信 

號的信號電壓、及前述第3輸入信號，而生成具有比前述 

第1電壓振幅還大的第2電壓振幅之輸出信號；及

自舉電路部，係將前述第1輸入信號及前述輸出信號的 

電位差作爲電壓成分加以保持，且將輸入至前述輸出段的 

反向電路之前述信號電壓予以昇壓。

16・如申請專利範圍第15項之電晶體陣列，其中

前述輸入段的反向電路係至少具備在第1電源電壓及第 

2電源電壓間串接著電路，且控制端子被輸入有前述第2 

輸入信號的第1開關元件及控制端子被輸入有前述第1輸 

入信號的第2開關元件，

將前述第1開關元件及前述第2開關元件的接續接點之 

電位作爲前述第3輸入信號而輸出，

前述輸出段的反向電路爲至少具備有在前述第1電源電 

壓及前述第2電源電壓間串接著電流路，且依據前述第1 

輸入信號的前述信號電壓被輸入至控制端子的第3開關元 

件及前述第3輸入信號被輸入至控制端子的第4開關元 

件，且從前述第3開關元件及前述第4開關元件之接續接 

點將前述輸出信號作爲前述掃描信號而輸出，

前述自舉電路部至少具備設置在前述第3開關元件的控 

制端子與前述第3開關元件及前述第4開關元件的前述接 

續接點之間，且用以保持前述電壓成分的電容元件、及被 

接續在前述第3開關元件的控制端子，用以妨礙前述電容
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元件所保持的電荷之移動的第5開關元件。

1 7 .如申請專利範圍第1 5項之電晶體陣列，其中

前述驅動器電路係具有依使用著由多晶矽所成的半導體 

層的多晶矽薄膜電晶體所形成之電路部分。

18・一種圖像處理裝置，係至少具備：

至少包含使用著由多晶矽所構成的第1半導體層而形成 

之多晶矽薄膜電晶體所構成的驅動器電路；及

畫素陣列，把具有使用由非晶矽所構成的第2半導體層

• 而形成之非晶矽薄膜電晶體構造所構成的複數個畫素作2 

維配列，且

前述驅動器電路及前述各畫素係一體地形成在單一之 

絕緣性的基板上。

19. 如申請專利範圍第18項之圖像處理裝置，其中

前述第2半導體層係以前述基板爲基準而設置在比前述 

第1半導體層還上層側。

20. 如申請專利範圍第18項之圖像處理裝置，其中

• 前述多晶矽薄膜電晶體及前述畫素係各自具有由導電 

體層所構成的複數個電極層，

前述畫素之至少任一個前述電極層係與前述多晶矽薄 

膜電晶體之任一個前述電極層設置在相同層。

21・如申請專利範圍第18項之圖像處理裝置，其中

至少具有用以將前述複數個多晶矽薄膜電晶體與前述 

複數個畫素彼此作接續之由複數個導電體層所構成的複 

數條層間接續配線所構成之配線接續區域，
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前述複數條層間接續配線係至少具備ί個共通的導電體 

層。

22.如申請專利範圍第18項之圖像處理裝置，其中

前述畫素係用以顯示期望的圖像資訊之顯示畫素 ，

前述驅動器電路至少具備掃描驅動電路，用以輸出把前 

述畫素陣列所配列之任意行的前述畫素設定成選擇狀態 

之掃描信號，

該掃描驅動電路至少具備輸出前述掃描信號之位準移 

. 位電路，

前述位準移位電路係僅包含使用前述第2半導體層而形 

成的非晶矽薄膜電晶體而構成。

23・如申請專利範圍第22項之圖像處理裝置，其中

前述位準移位電路係至少具有：

輸入段的反向電路，被個別地輸入具有第1電壓振幅的 

第1輸入信號及成爲前述第1輸入信號的反轉信號之第2 

輸入信號，而生成成爲前述第1輸入信號的反轉信號之第

• 3輸入信號；

輸出段的反向電路，被個別地輸入依據前述第1輸入信 

號的信號電壓、及前述第3輸入信號，而生成具有比前述 

第1電壓振幅還大的第2電壓振幅之輸出信號；及

自舉電路部，係將前述第1輸入信號及前述輸出信號的 

電位差作爲電壓成分加以保持，且將輸入至前述輸出段的 

反向電路之前述信號電壓予以昇壓；

前述輸入段的反向電路、前述輸出段的反向電路、及前 

-95 -

値



200541047

述自舉電路部係至少僅包含具有單一的通道極性的前述 

非晶矽薄膜電晶體而構成。

24. 如申請專利範圍第18項之圖像處理裝置，其中

前述各畫素係包含雙閘型的光感元件，該雙閘型的光感 

元件具有：挾著依由非晶矽所構成的半導體層所構成之通 

道區域而形成的源極電極及汲極電極；在前述通道區域之 

上方及下方隔著各個絕緣膜而形成之第1閘極電極及第2 

閘極電極；及載置著被攝體之檢測面；且

■ 前述驅動器電路係至少具備第1掃描驅動電路，其具備

對前述第1閘極電極施加將前述光感元件初始化的重置脈 

衝之位準移位電路，前述位準移位電路係僅包含使用前述 

第2半導體層所形成的非晶矽薄膜電晶體而構成。

25. 如申請專利範圍第24項之圖像處理裝置，其中

前述位準移位電路至少具有：

輸入段的反向電路，被個別地輸入具有第1電壓振幅的 

第1輸入信號、及成爲前述第1輸入信號的反轉信號之第

• 2輸入信號，而生成成爲前述第1輸入信號的反轉信號之

第3輸入信號；

輸出段的反向電路，被個別地輸入依據前述第1輸入信 

號的信號電壓、及前述第3輸入信號，而生成具有比前述 

第1電壓振幅還大的第2電壓振幅之輸出信號；及

自舉電路部，係將前述第1輸入信號及前述輸出信號的 

電位差作爲電壓成分加以保持，且將輸入至前述輸出段的 

反向電路之前述信號電壓予以昇壓：
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前述輸入段的反向電路、前述輸出段的反向電路、及前 

述自舉電路部係至少僅包含具有單一的通道極性的前述 

非晶矽薄膜電晶體而構成。

26.如申請專利範圍第 24項之圖像處理裝置，其中

前述驅動器電路更具備有對前述第2閘極電極施加讀出 

脈衝之第2掃描驅動電路，

前述第2掃描驅動電路係僅包含前述多晶矽薄膜電晶體 

而構成。

• 27・一種電晶體陣列的製造方法，係在單一的絕緣性基板上設

置複數個電晶體，該製造方法至少包含如下之工程：

在前述基板上形成由多晶矽所構成的第1半導體層之工 

程，

使用前述第1半導體層以形成多晶矽薄膜電晶體之工 

程，

在比前述第1半導體層更上層側形成由非晶矽所構成的 

第2半導體層之工程，

• 使用前述第2半導體層而形成具有非晶矽薄膜電晶體構 

造的機能元件之工程。

28・如申請專利範圍第27項之電晶體陣列的製造方法，其中 

至少包含使用前述多晶矽薄膜電晶體而形成使前述機能 

元件動作的驅動器電路之工程。

29.如申請專利範圍第28項之電晶體陣列的製造方法，其中 

包含使用前述第2半導體層而形成非晶矽薄膜電晶體的工 

程，
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形成前述驅動器電路的工程係包含有使用前述多晶矽 

薄膜電晶體及非晶矽薄膜電晶體而形成該驅動器電路的 

工程。

30.如申請專利範圍第27項之電晶體陣列的製造方法，其中 

形成前述第1半導體層的工程係在第1溫度條件之下被 

施行，形成前述第2半導體層的工程係在最高溫度爲較前 

述第1溫度條件還低的第2溫度條件之下被施行。

31・如申請專利範圍第27項之電晶體陣列的製造方法，其中

• 形成前述多晶矽薄膜電晶體的工程、及形成前述機能元 

件的工程係各自包含形成由導電體層所構成的複數個電 

極層之工程，

形成前述複數個電極層之工程係包含將前述機能元件 

之至少任一個電極層和前述多晶矽薄膜電晶體之至少任 

一個電極層予以同時地形成之工程。

3 2・如申請專利範圍第3 1項之電晶體陣列的製造方法，其中 

前述機能元件係使用有前述第2半導體層的非晶矽薄膜

• 電晶體，

將前述電極層同時地形成的工程爲，將前述非晶矽薄膜 

電晶體的閘極電極與前述多晶矽薄膜電晶體的閘極電極 

同時地形成。

33・如申請專利範圍第31項之電晶體陣列的製造方法，其中 

前述機能元件係具有具備挾著由前述第2半導體層所構 

成的通道區域而形成之源極電極及汲極電極、及在前述第 

2半導體層之上方及下方隔著各個絕緣膜而形成之第1閘
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極電極及第2閘極電極的雙閘型薄膜電晶體構造 ，

將前述電極層同時地形成的工程爲，將前述第2閘極電

極與前述多晶矽薄膜電晶體的閘極電極同時地形成。
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七、 指定代表圖：

（一） 本案指定代表圖為：第5圖。

（二） 本代表圖之元件符號簡單說明：

11…半導體層

1 2.・·源極電極

1 3・.·汲極電極

14・・·塊絕緣膜

17、18、22ρ、23η…不純物層

21p、21n…半導體層

24ρ、24η...電極層

4 1.・.氮化矽膜

4 2...氧化矽膜

43 ...絕緣膜

44、45、46·..絕緣層

Gp、Gn...閘極電極

SUB…基板

八、 本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：
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“优了― 發明專利說明書

TP18988

（本說明書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫）

次申請案號：7七e

法申請日期：jg L ^IPC 分類:舸 L >1心；3 }/{0

一、發明名稱:（中文/英文）

電晶體陣列及其製造方法，及圖像處理裝置

TRANSISTOR ARRAY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF IMAGE

PROCESSING DEVICE

■ 二、申請人：（共1人）

姓名或名稱：（中文/英文）

樫尾計算機股份有限公司（力习才計算機株式会社）

CASIO COMPUTER CO., LTD.

代表人：（中文/英文）

樫尾和雄/KASHIO, KAZUO

住居所或營業所地址：（中文/英文）

日本國東京都渋谷區本町1丁目6番2號

• 國籍：（中文/英文）

日本/ J apan

三、發明人：（共3人）

姓名：（中文/英文）

1・佐佐木和廣（佐々木和広）/SASAKI, KAZUHIRO

2・松本廣（松本広）/MATSUMOTO, HIROSHI

3.角忍/SUMI, SHINOBU

國籍：（中文/英文）

" 1・〜3·日本/Japan
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